﻿DIRECTORUL PUTERNIC SEMICONDUCTOR DISPOZITIVE DIODE Editat de A V GOLOMEDOV Scanează pirat (c) MOSCOVA "RADIO ȘI COMUNICARE" LBC L \ UDC B A BORODIN, B V KONDRATIEV V M LOMAKIN V V MOKRA COV În M PETUKHOV A K Hrulev Referent prof N D Fedorov Ediție de literatură despre electronică Dispozitive semiconductoare de putere: Dio- -M dy: Director / B A Borodin, B V Kondratiev, V M Lomakin și alții; Ed A V Golomedova - M : Radio și comunicare, - p , ill Pe bandă: p k de exemplare Sunt date date de referință privind parametrii electrici, caracteristicile operaționale și dependențele parametrilor de modurile de utilizare a diodelor semiconductoare de mare putere Sunt prezentate principalele domenii de aplicare a acestora în echipamentele electronice Pentru o gamă largă de lucrători ingineri și tehnici ( )- - BBK Ф , (c) Editura "Radio și Comunicare", cuvânt înainte Cartea de referință conține parametrii electrici și datele operaționale ale diodelor (redresoare, impuls, microunde, putere unificată și neunificată), poli și blocuri redresoare, varicaps, diode zener, clasificarea dispozitivelor semiconductoare moderne, simbolurile grafice convenționale și desemnările parametrilor electrici , informații generale despre rezistența la expunerea operațională, descriu măsuri de precauție pentru utilizarea în aparat Acesta diferă de cărțile de referință anterioare prin caracterul complet al parametrilor de referință și dependențele lor de modurile de utilizare, precum și prin faptul că numai dispozitivele semiconductoare cu o putere disipată de peste W sunt incluse în el Materialele de referință ale diodelor semiconductoare sunt compilate pe baza datelor înregistrate în standardele și specificațiile de stat pentru anumite tipuri de dispozitive Acestea conțin informații despre scopul principal, dimensiunile generale și de conectare, marcaj, cei mai importanți parametri, moduri de măsurare, date limită de funcționare și dependențele parametrilor de sarcinile electrice și temperatura ambientală (caz) Cartea de referință este destinată specialiștilor implicați în dezvoltarea, repararea și exploatarea echipamentelor radio-electronice, studenților și studenților absolvenți ai facultăților de inginerie radio din universități și unei game largi de radioamatori Feedback și comentarii despre ghid, autorii sunt rugați să trimită la adresa , Moscova, Oficiu Poștal, Căsuța PO , Editura Radio și Comunicare Autorii PARTEA ÎNTÂI INFORMAȚII GENERALE DESPRE DIODE PUTERNICE DE SEMICONDUCTOR Secțiunea Unu Clasificarea diodelor semiconductoare de putere Clasificare și notare Clasificarea diodelor semiconductoare moderne în funcție de scopul lor, proprietățile fizice, parametrii electrici de bază, caracteristicile constructive și tehnologice, materialul semiconductor inițial se reflectă în sistemul simbolurilor diodelor În conformitate cu apariția noilor grupuri de clasificare a dispozitivelor, sistemul simbolurilor acestora este, de asemenea, îmbunătățit, care a suferit modificări de trei ori în ultimii ani Sistemul de desemnare pentru diodele semiconductoare moderne este stabilit de standardul industrial OST - și pentru dispozitivele semiconductoare de putere - GOST - (ST SEV - ) și se bazează pe o serie de caracteristici de clasificare ale acestor dispozitive Sistemul de desemnare conform OST - se bazează pe un cod alfanumeric, primul său element desemnând materialul semiconductor inițial pe baza căruia este realizat dispozitivul Al doilea element al denumirii este o literă care definește o subclasă (sau un grup) de dispozitive, al treilea element este un număr care definește scopul (parametrul sau principiul de funcționare) al dispozitivului Al patrulea este un număr care indică numărul de serie al dezvoltării tipului tehnologic al dispozitivului, al cincilea element este o literă care determină condiționat clasificarea în funcție de parametrii dispozitivelor fabricate folosind o singură tehnologie Standardul prevede, de asemenea, introducerea unui număr de semne suplimentare în denumire, dacă este necesar, pentru a marca caracteristicile tehnologice și de design semnificative individuale ale dispozitivului Următoarele simboluri sunt folosite pentru a desemna materialul sursă (primul element al desemnării): G sau - pentru germaniu sau compușii săi; K sau - pentru siliciu sau compușii săi; A sau - pentru compușii de galiu (de exemplu, arseniura de galiu); Și sau pentru compușii de indiu (de exemplu, fosfură de indiu) Pentru a desemna subclase de dispozitive, se folosește una dintre următoarele litere (al doilea element al denumirii): D - redresoare și diode de impuls; C - redresor! stâlpii și blocurile; B - varicaps; L - diode cu microunde; C - diode zener Pentru a indica cele mai caracteristice caracteristici operaționale ale dispozitivelor (funcționalitatea lor), următoarele numere sunt utilizate în legătură cu diferite subclase de dispozitive puternice (al treilea element al denumirii) Diode (subclasa D): - pentru diode redresoare cu o valoare constantă sau medie a curentului direct mai mare de , A, adică nu mai mult de A; - pentru diode în impulsuri cu un timp de recuperare invers mai mare de ns; - pentru diode în impulsuri cu un timp de recuperare invers mai mare de ns, dar nu mai mult de ns Stalpi și blocuri redresoare (subclasa C): - pentru poli cu o valoare constantă sau medie a curentului direct de cel mult , A; - pentru poli cu o valoare constantă sau medie a curentului direct mai mare de , A, dar nu mai mult de A; - pentru unitățile cu o valoare constantă sau medie a curentului direct mai mare de , A, dar nu mai mult de A Varicaps (subclasa B): - pentru tuning varicaps; - pentru înmulțirea varicaps Diode cu microunde (subclasa A): - pentru comutare și diode de limitare; - pentru / diode multiplicatoare; - pentru diode generatoare Diode Zener (subclasa C): Pentru diode zener cu o putere mai mare de , W, dar nu mai mult de W; - cu o tensiune nominală de stabilizare mai mică de V; - cu o tensiune nominală de stabilizare mai mare de V, adică nu mai mult de V; - cu o tensiune nominală de stabilizare mai mare de V Pentru diode Zener cu o putere mai mare de W, dar nu mai mult de W: - cu o tensiune nominală de stabilizare mai mică de V; - cu o tensiune nominală de stabilizare mai mare de V, dar nu mai mare de V; - cu o tensiune nominală de stabilizare mai mare de V Pentru a indica numărul de serie al dezvoltării, se utilizează un număr din două cifre de la la Dacă numărul de serie al dezvoltării depășește numărul , atunci un număr din trei cifre de la la (al patrulea element al denumirii ) este folosit în viitor Ca literă de clasificare (al cincilea element al denumirii), sunt folosite literele alfabetului rus (cu excepția , O, Ch, Y, Sh, Sh, Yu, Ya, b, b, e) Următoarele simboluri sunt utilizate ca elemente de desemnare suplimentare: un număr de la la - pentru a desemna modificări ale dispozitivului, ducând la o modificare a designului sau a parametrilor electrici; litera C după al doilea element - pentru a desemna pentru seturi dintr-o carcasă comună de același tip de dispozitive care nu sunt conectate electric sau conectate prin aceleași borne; un număr scris cu o cratimă pentru dispozitivele cu cadru deschis - pentru denumirea următoarelor modificări ale designului: - cu fire flexibile fara suport de cristal; - cu fire flexibile pe un suport de cristal (substrat); - cu fire dure fără suport de cristal (substrat); - cu fire dure pe suportul (substrat) de cristal; - cu tampoane de contact fără suport de cristal (substrat) și fără cabluri; - cu tampoane de contact pe un suport de cristal fără fire, litera P după ultimul element de desemnare pentru diode cu microunde cu selecție pereche, G - cu selecție în sferturi, K - cu selecție în șase Astfel, sistemul modern de notare permite obținerea unei cantități semnificative de informații despre proprietățile dispozitivului Exemple de denumiri de dispozitiv: KD A - dioda redresoare de siliciu pentru curent continuu , A, numarul de dezvoltare , grupa A; DS G - un set de diode cu siliciu în impulsuri cu un timp de recuperare invers mai mare de ns, dar nu mai mult de ns, numărul de dezvoltare , grupa G Pentru majoritatea dispozitivelor incluse în acest manual, sistemul de desemnare a fost utilizat conform GOST - și GOST - existente anterior, care practic nu diferă de cel descris (cu excepția denumirilor pentru diodele zener), unde al patrulea element al denumirii determină tensiunea nominală de stabilizare, iar al cincilea (litera) este secvența de dezvoltare În plus, pentru dispozitivele dezvoltate înainte de și produse până în prezent, simbolurile constau din două sau trei elemente Primul element al denumirii este litera D, care caracterizează întreaga clasă de dispozitive semiconductoare Al doilea element al notației este numărul (numărul), care este setat: de la la - pentru diode de siliciu; de la la - pentru diode cu germaniu; de la la - pentru multiplicarea diodelor; de la la - lungimea diodelor zener; de la la - pentru varicaps; de la la - pentru stalpi redresoare Al treilea element al desemnării este o scrisoare care indică varietatea de grupuri de dispozitive similare Exemple de denumiri pentru astfel de dispozitive: D A - dioda de siliciu, numarul de dezvoltare , grupa A; D A - diodă zener, măsura de dezvoltare , grupa A Sistemul de desemnare pentru dispozitivele semiconductoare de putere conform GOST - se bazează, de asemenea, pe un cod alfanumeric GOST - , care a fost în vigoare mai devreme, a stabilit o astfel de denumire pentru dispozitivele semiconductoare de putere neunificate Primul element este o literă care denotă o subclasă (sau un grup) de dispozitive: B este o diodă Al doilea element al desemnării este o scrisoare care determină scopul funcțional (proprietatea) dispozitivelor: I - impuls; H - frecvență înaltă (pentru dispozitivele cu frecvență joasă pe /r іbg £ kHz, litera nu este introdusă); L - avalanșă Al treilea element este un număr (numerele de la la ) care indică designul dispozitivului (numărul nu este utilizat pentru prima versiune) Al patrulea element este un număr care indică valoarea limită curent în amperi Al cincilea element - litera X este introdusă numai pentru dispozitivele cu polaritate inversă (bază carcasă - catod) Pentru a desemna valoarea nominală a lriborului, sunt utilizate numere suplimentare, care sunt determinate pentru diode: clasă de tensiune - numere corespunzătoare sutelor de volți; grupuri, dar timpul de recuperare inversă (pentru diode de înaltă frecvență și impuls) - numere de la la Exemple de desemnare conform GOST - : V - - este o diodă de joasă frecvență de al doilea design pentru un curent maxim de A, tensiune de V V - - - este o diodă de înaltă frecvență de al -lea design pentru un curent de limitare de A, o tensiune de V, un timp de recuperare inversă de μs (grupa a -a) GOST - stabilește desemnarea dispozitivelor semiconductoare de putere unificate În conformitate cu acest standard, în desemnarea tipului aparatelor, primul element este o literă care denotă subclasa (tipul) aparatului: D - dioda redresoare; DL - diodă de avalanșă Al doilea element al desemnării este o scrisoare care determină scopul funcțional (proprietatea) dispozitivelor: H - de înaltă frecvență, pentru diode cu un timp de recuperare inversă mai mic de μs (pentru dispozitivele de joasă frecvență, nu se utilizează o desemnare suplimentară a literelor); B - de mare viteză, cu un timp de pornire mai mic de μs și un timp de oprire mai mic de μs; Și - pulsat (cu un timp de pornire mai mic de μs) Al treilea element al denumirii este un număr de la la , care determină numărul de serie al modificării dispozitivului Al patrulea element de desemnare este un număr care indică dimensiunea corpului principal în conformitate cu tabelul Al cincilea element al denumirii este un număr de la la , care determină designul carcasei instrumentului: - pin cu ieșire flexibilă; - știft cu un plumb dur; - tabletă; - pentru presare; - flanșă Al șaselea element al desemnării este valoarea mediei maxime admisibile sau a curentului de impuls în stare deschisă în amperi Pentru a desemna dispozitivele cu polaritate inversă (baza este catodul), litera X este introdusă după al șaselea element al denumirii Numerele suplimentare sunt folosite pentru a desemna clasificarea de tip a dispozitivului Care determină pentru diode: clasa de tensiune (numerele corespunzătoare sutelor de volți); tabelul Desemnare Opțiuni de proiectare Desemnare Opțiuni de proiectare Pinned Pill Flansed Pinned Pill Flanged Dimensiune cheie hexagonală, mm Diametru corp, mm Diametru cerc orificiu de montare, mm Dimensiune cheie hexagonală, mm Diametru corp, mm j Diametru cerc orificiu pentru montare, mm s , - - - grupați după timpul de recuperare inversă (pentru diode de înaltă frecvență și pulsate) - numere de la la , denotă: - nu mai mult de , µs; - nu mai mult de , μs; - nu mai mult de , μs; - nu mai mult de , μs; - nu mai mult de , μs; - nu mai mult de , μs; - nu mai mult de , μs; - nu mai mult de , µs; - nu mai mult de , µs Exemple de desemnare conform GOST - : DL - - - diodă de avalanșă din prima modificare, dimensiunea hexagonului mm, design pin cu un cablu rigid, curent direct mediu maxim admisibil A, tensiune inversă repetitivă V; D - X- - diodă de prima modificare, dimensiune hexagon mm, design pin cu ieșire flexibilă, curent direct mediu maxim admisibil A, polaritate inversă, tensiune inversă repetitivă V; D - - - diodă de prima modificare, diametrul carcasei mm, design tabletă, curent direct mediu maxim admisibil A, tensiune inversă repetitivă V; DCH - - - - diodă de înaltă frecvență a primei modificări, dimensiunea hexagonului mm, design pin cu ieșire flexibilă, curent direct mediu maxim admisibil A, tensiune inversă repetitivă V, timp de recuperare invers nu mai mult de , μs Simboluri În documentația tehnică și în literatura specială, simbolurile dispozitivelor semiconductoare trebuie utilizate în conformitate cu GOST - Denumirile grafice ale dispozitivelor semiconductoare plasate în acest volum al cărții de referință sunt date în tabel masa Denumirea diodelor Denumirea grafică condiționată Denumirea diodelor Denumirea grafică condiționată dioda redresoare Diode Zener post redresor: unilateral Diodă tunel bidirecțională Dnod a inversat Varicap -și- Simboluri și definiții ale parametrilor electrici Un asterisc * marchează parametrii și valorile lor date în specificațiile din secțiunile de date de referință Acestea nu pot fi controlate în timpul producției de dispozitive În cazurile în care datele de funcționare maxime admise nu specifică un interval de temperatură, datele sunt garantate pe întregul interval de temperatură ambientală (incintă) Liniile întrerupte din figuri arată zonele de poziții posibile ale parametrilor electrici Simbolurile și definițiile parametrilor electrici sunt date în tabel Standarde de bază pentru DIODE semiconductoare de putere GOST - Dispozitive semiconductoare Termeni și definiții OST - Dispozitive semiconductoare Sistemul de simboluri GOST - Dispozitive de putere semiconductoare Specificații generale GOST - Dispozitive semiconductoare Simbolurile sunt grafice GOST - Dispozitive semiconductoare Corp Dimensiuni principale GOST - Diode semiconductoare Stâlpii și blocurile sunt redresoare Corp Dimensiuni generale și de legătură O Literă de desemnare Termen ^PR Tensiune directă constantă a diodei ^ ex și Tensiunea directă de impuls a diodei U arr Tensiune inversă constantă a diodei ^reverse Tensiunea inversă constantă maximă admisă a diodei ^rev și Tensiunea inversă pulsată a diodei n Rezistența la pierdere în serie a diodei g ZI Rezistența dinamică a diodei redresoare G st rezistență diferențială diodă Zener ZBx Impedanța de intrare a diodei cu microunde ''pr Rezistența de pierdere directă a diodei de comutare Continuarea tabelului Definiție Valoarea pierderii de energie a diodei redresoare din cauza curentului direct Valoarea capacității dintre bornele diodei pentru un mod dat Capacitatea totală a diodei fără capacitatea carcasei Notă În cazul în care dioda are o structură ril, este permisă utilizarea termenului "capacitate de structură" și desemnarea literei "Cstr" Valoarea capacității dintre bornele carcasei diodei în absența unui cristal Raportul dintre o creștere mică a tensiunii diodei și o creștere mică a curentului într-un mod dat Rezistența activă echivalentă totală a cristalului, conexiunile de contact și cablurile diodei Rezistența determinată de panta unei linii drepte care aproximează curentul- caracteristica de tensiune a unei diode redresoare Rezistență diferențială la o valoare dată a curentului de stabilizare al diodei zener Impedanța măsurată la intrarea unei camere de diode cu o diodă cu microunde într-un mod dat Rezistența la pierderea în serie a unei diode de comutare conectată la o linie de transmisie la un curent direct direct dat Literă desemnare Termen r arr Rezistența de pierdere inversă a diodei de comutare Rezistență scăzută a diodei de prindere la putere redusă a microundelor D HIGH Rezistența diodei de prindere la putere mare a microundelor gg rezistența diodei Gunn Rezistența termică a diodei ^Ѳi Rezistență termică la impuls R& per-env diodă Rezistență termică joncțiune-mediu per-core Joncțiune de rezistență termică - corpul diodei Continuarea tabelului Definiție Rezistența de pierdere în serie a unei diode de comutare conectată la o linie de transmisie la o tensiune inversă constantă Rezistența la pierdere a diodei limitatoare, măsurată la valori scăzute ale puterii microundelor, în secțiunea inițială a caracteristicii de limitare, la care rezistența diodei nu se modifică Rezistența la pierdere a unei diode de strângere, măsurată la valori de putere a microundelor mai mari decât puterea de strângere, la care rezistența diodei nu se modifică Rezistența activă a diodei Gunn, măsurată la o tensiune semnificativ mai mică decât pragul Raportul dintre diferența dintre temperatura efectivă a joncțiunii și temperatura punctului de testare și disiparea puterii în stare staționară a diodei Rezistența termică a diodei în cazul în care temperatura la punctul de control este temperatura mediului înconjurător (răcire) Rezistența termică a diodei atunci când temperatura la punctul de testare este temperatura carcasei ee o Literă de desemnare Termen Ѳ Rezistența termică tranzitorie a diodei Za trans-env Tranziție rezistență termică joncțiune-diodă medie per-cor Joncţiune de rezistenţă termică tranzitorie • - corp diodă Inductanța de jos Teff Durata de viață efectivă a purtătorilor de sarcină neechilibrați ai diodei Continuarea tabelului Definiție Notă Dacă cipul semiconductor are o structură multistrat, se poate folosi termenul "rezistență termică structură-mediu" sau termenul "rezistență termică structură-caz" Raportul dintre diferența dintre modificarea temperaturii joncțiunii și temperatura la punctul de testare la sfârșitul unui interval de timp dat, care provoacă o schimbare de temperatură, și schimbarea treptată a disipării puterii diodei la începutul acestui interval Notă Imediat înainte de începerea acestui interval de timp, distribuția temperaturii în interiorul diodei trebuie să fie constantă în timp Rezistență termică tranzitorie atunci când temperatura la punctul de testare este temperatura corpului diodei Inductanța echivalentă în serie a fundului în condiții date Valoarea care caracterizează rata de scădere a concentrației purtătorilor de sarcină neechilibrați datorită recombinării atât în volum, cât și pe suprafața semiconductorului Literă desemnare Termen ^res, rev Timp de recuperare inversă a diodei ^res, pr Diode forward recovery time ^cp Timp de întârziere a tensiunii inverse ^sp Timpul de dezintegrare a curentului invers al diodei redresoare ^ pe timpul de pornire a diodei Zener Continuarea tabelului Definiție Notă Durata de viață efectivă este determinată din raport /Teff == /Tob + NOU) unde tfff este durata de viață efectivă; Tob este durata de viață volumetrică; tPOv este durata de viață a suprafeței Timpul de comutare a diodei de la un curent direct dat la o tensiune inversă dată din momentul în care curentul trece prin zero până când curentul invers atinge valoarea setată Timpul în care dioda pornește și tensiunea directă a acesteia este setată de la o valoare egală cu zero la un nivel dat de o valoare constantă Intervalul de timp dintre momentul în care curentul trece prin valoarea zero, schimbând direcția de la înainte la invers și momentul în care curentul invers atinge valoarea amplitudinii Intervalul de timp dintre momentul în care curentul, schimbând direcția de la direct la invers și trecând de zero, atinge valoarea amplitudinii și momentul în care se termină timpul de recuperare inversă Literă desemnare Termen ^out Timp pentru dioda zener să intre în modul t Constanta de timp a fundului cuptorului cu microunde 'off Timp de oprire a diodei cu microunde Qhk Încărcare acumulată a diodei Dioda de recuperare a încărcării Qboo Qsn Qcn Încărcare de întârziere a diodei redresoare Continuarea tabelului Definiție Intervalul de timp din momentul în care curentul de stabilizare este aplicat diodei zener până în momentul de la care tensiunea de stabilizare nu depășește regiunea limitată de SET Produsul capacității de joncțiune și rezistența la pierderea în serie a unei diode cu microunde Intervalul de timp pentru creșterea tensiunii inverse a diodei cu microunde la trecerea acesteia din starea deschisă în starea închisă, numărat la nivelul de , n , al valorii constante a tensiunii inverse Sarcina electronilor sau a găurilor de la baza fundului (sau regiunea structurii pip), acumulată prin curgerea unui anumit curent continuu prin aceasta Sarcina acumulată a diodei care curge în circuitul extern atunci când dioda comută de la un curent direct dat la o tensiune inversă dată Notă: Taxa de recuperare include încărcătura acumulată și încărcătura de capacitate a stratului epuizat Taxa de recuperare este suma taxelor de întârziere și de dezintegrare Sarcina care iese din diodă în timpul întârzierii tensiunii inverse Sarcina care iese din diodă în timpul decăderii curentului invers Literă desemnare Termen Factorul S Q al varicapului Factorul Q al diodei cu microunde fnpen, în limita de frecvență Varicap /limit Frecvența de limitare a diodei uimitoare /cr Frecvența critică a diodei de comutare D/ Lățimea de bandă a diodei cu microunde "cu coeficient de temperatură al capacității varicap Continuarea tabelului Definiție Raportul dintre reactanța varicap la o frecvență dată și rezistența la pierderi la o valoare dată a capacității sau a tensiunii inverse Raportul dintre reactanța unei diode cu microunde la o frecvență dată și rezistența activă la o valoare dată a tensiunii inverse Frecvența la care componenta reactivă a conductibilității varicap devine egală cu componenta activă a conductivității sale în condiții date Frecvența la care factorul de calitate al diodei cu microunde este egal cu unitatea și este determinată de formula /prev \u d / ( lSperG p), unde Sper este capacitatea de joncțiune; rp - rezistența la pierderi în serie Un parametru generalizat care caracterizează o diodă de comutare și este determinat de formulă /kr = I/( lSstr ~\/ Oir gobr) Intervalul de frecvență în care fundul microundelor, reglat la o anumită frecvență, oferă parametrii și caracteristicile date într-un mod de funcționare neschimbat Raportul dintre modificarea relativă a capacității și modificarea absolută a temperaturii ambientale care a provocat-o Literă desemnare Termen h Coeficientul de temperatură al factorului de calitate al varicapului ау st Coeficient de acoperire pentru capacitatea varicap Coeficientul de temperatură al tensiunii de stabilizare a diodei Zener ^ - - "'pr gpah-'n unde, b / pr - tensiune directă, V; /pr shah - curentul direct maxim admisibil, A; Iv - curent de sarcină, A; n este numărul de diode Divizoarele de curent rezistive pot fi utilizate la curenți scăzuti în sarcină, deoarece utilizarea lor reduce eficiența sursei Divizoarele de curent inductiv sunt mai eficiente, în special pentru tensiuni relativ scăzute ale surselor de alimentare sau convertoarelor Sunt realizate sub forma unui circuit magnetic răsucit toroidal, prin fereastra căruia sunt trecute anvelopele purtătoare de curent astfel încât MDS din aceste anvelope să acționeze unul față de celălalt (Fig ) Pentru a selecta dimensiunile optime ale divizorului inductiv, se recomandă calcularea secțiunii transversale S (m ) a miezului magnetic folosind formula S = A( m N, ZM/ Q Do (S,-Bo) Ma unde At / m este dezechilibrul căderilor directe de tensiune (în valori de amplitudine), V, Bo este inducția reziduală a oțelului firului magnetic, T, V este inducția tensiunea corespunzătoare Nhl - dezechilibru admisibil de curent în ramuri paralele (în valori medii), A; /d este lungimea medie a liniei magnetice a oțelului circuitului magnetic, m; / este frecvența de repetare a impulsurilor de curent, Hz Q este ciclul de lucru al impulsurilor de curent; max treizeci unde AQmax este cea mai mare diferență posibilă între taxele de recuperare ale dispozitivelor conectate în serie Rezistențele rezistențelor R și R sunt de obicei de câteva unități sau zeci de ohmi Egalizarea tensiunii în moduri dinamice poate fi realizată și folosind diode de avalanșă, diode de fixare, varistoare sau diode Zener conectate în paralel cu dispozitivul, așa cum se arată în Fig linii întrerupte Trebuie să existe o bună conexiune termică între dispozitivele conectate în serie sau în paralel (de exemplu, toate dispozitivele sunt instalate pe același calorifer) În caz contrar, distribuția sarcinii între dispozitive va fi instabilă Sub influența diverșilor factori (temperatură, umiditate, influențe chimice, mecanice și alte influențe), parametrii, caracteristicile și unele proprietăți ale dispozitivelor semiconductoare se pot modifica Pentru a proteja structurile dispozitivelor semiconductoare de influențele externe, se folosesc carcase pentru instrumente Carcasele instrumentelor asigură simultan condițiile necesare pentru îndepărtarea căldurii, conectarea optimă a electrozilor instrumentului cu circuitul Trebuie avut în vedere faptul că carcasele instrumentelor au restricții privind etanșeitatea și rezistența la coroziune; de aceea, la operarea dispozitivelor in conditii de umiditate ridicata, se recomanda acoperirea acestora cu lacuri speciale (de exemplu, precum UR- sau EP- ) Asigurarea eliminării căldurii de la dispozitivele semiconductoare de mare putere este una dintre sarcinile principale în proiectarea echipamentelor Este necesar să se respecte principiul scăderii maxime posibile a temperaturii joncțiunilor și a carcasei instrumentelor Pentru racirea aparatelor se folosesc calorifere care functioneaza in conditii naturale de racire sau cu racire fortata cu aer sau lichid Pot fi folosite si elemente constructive ale unitatilor si blocurilor de echipamente, avand o suprafata suficienta sau o buna disipare a caldurii În acest caz, suprafața de contact a radiatorului nu trebuie să aibă o rugozitate și un paralelism neplanar mai rău decât cele indicate în manual sau în standardele de calcul a răcitorilor Dispozitivele de fixare la radiator trebuie să asigure un contact termic sigur Dacă carcasa dispozitivului trebuie izolată, este mai bine să izolați radiatorul de carcasa echipamentului decât dispozitivul de radiator pentru a reduce rezistența termică generală Cu răcirea naturală, disiparea căldurii este îmbunătățită cu o aranjare verticală a radiatoarelor active de suprafață, deoarece aceasta îmbunătățește condițiile de convecție În condiții de răcire forțată cu aer, axa dispozitivului trebuie să fie perpendiculară, iar aripioarele de răcire trebuie să fie paralele cu direcția fluxului de aer de răcire La asamblarea dispozitivelor cu un radiator, este necesar să se utilizeze chei speciale cu o forță de cuplu nominală, iar pentru dispozitivele cu un design de tabletă, dispozitive cu o forță de compresie nominală În acest caz, trebuie luat în considerare faptul că depășirea forțelor admise creează solicitări mecanice suplimentare în cristalul elementului semiconductor și poate provoca distrugerea acestuia Cu o forță insuficientă, rezistența termică a radiatorului de corp crește; ca urmare, dispozitivul se poate defecta din cauza supraîncălzirii Pentru a îmbunătăți contactul termic dintre dispozitiv și radiator, trebuie utilizate paste speciale conductoare de căldură, cum ar fi KPT- În timpul funcționării, dispozitivele trebuie curățate periodic de praf sau alți contaminanți Atunci când turnați plăci cu dispozitive semiconductoare cu compuși, materiale plastice spumă, cauciuc spumă, trebuie să țineți cont de schimbarea rezistenței termice între carcasa dispozitivului și mediu, precum și de posibilitatea creșterii încălzirii suplimentare a dispozitivelor de la elementele din apropiere cu căldură ridicată eliberare Temperatura în timpul turnării nu trebuie să depășească temperatura maximă a carcasei instrumentului specificată în specificațiile tehnice În timpul turnării, nu trebuie să apară sarcini mecanice pe bornele care încalcă integritatea izolatoarelor de sticlă sau a carcasei instrumentelor În procesul de pregătire și instalare a dispozitivelor semiconductoare în echipamente, efectele mecanice și climatice asupra acestora nu trebuie să depășească valorile specificate în specificații La îndreptarea, modelarea și tăierea cablurilor, zona de plumb din apropierea Carcasei trebuie să fie fixată astfel încât să nu apară forțe de îndoire sau de tracțiune Echipamentele și dispozitivele de fixare pentru formarea cablurilor trebuie să fie împământate Distanța de la corpul dispozitivului până la începutul curbei de plumb trebuie să fie de cel puțin mm Raza de îndoire cu un diametru de plumb de până la , mm trebuie să fie de cel puțin , mm, cu un diametru de , - mm ns mai mic de mm, cu un diametru mai mare de mm - nu mai puțin de , mm Fiarele de lipit utilizate pentru cablurile dispozitivului de lipit trebuie să fie de joasă tensiune Distanța de la corp sau izolator până la locul de cositorit sau tigaie de evacuare trebuie să fie de cel puțin mm Pentru a elimina căldura, secțiunea de ieșire dintre corp și locul folderului este prinsă cu pensete cu bureți roșii de cupru Dacă temperatura lipitului nu depășește ° C, iar timpul de lipit nu este mai mare de s, atunci lipirea poate fi efectuată fără radiator sau printr-o metodă de grup (undă, imersie în lipire etc ) Punctele de lipit sunt curățate de flux cu lichide care nu afectează acoperirea, marcarea sau materialul corpului (de exemplu, un amestec alcool-benzină) În procesul de instalare, transport, depozitare a dispozitivelor cu microunde, este necesar să le protejați de efectele electricității statice Pentru a face acest lucru, toate echipamentele și instrumentele de măsurare, testare, instalare împământat în siguranță; pentru a elimina încărcătura de pe corpul operatorului, utilizați brățări sau inele de împământare, folosiți îmbrăcăminte antistatică, pantofi și fețe de masă la locul de muncă Diodele cu microunde trebuie protejate de interferențele electrice externe și de câmpurile electromagnetice Diodele cu microunde nu trebuie depozitate sau lăsate pentru scurt timp fără ambalaj special de ecranare Înainte de a instala diode cu microunde în echipamente, acestea din urmă trebuie să fie împământate Intrările și ieșirile traseului de microunde într-o unitate de echipament nefuncțională sau stocată care utilizează diode cu microunde trebuie acoperite cu dopuri metalice În timpul funcționării echipamentului, trebuie luate măsuri pentru a proteja diodele cu microunde de suprasarcinile electrice ale microundelor Pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor cu microunde în echipament, sunt utilizate descărcătoare rezonante, limitatoare de ferită și atenuatoare cu descărcare de gaz PARTEA A DOUA DATE DE REFERINȚĂ ALE DIODELOR SEMICONDUCTORE Secțiunea a treia Diode redresoare D , D A, D B, D , D A, D B Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea AC cu o frecvență de până la , kHz în DC Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date în carcasă Greutatea diodei nu este mai mare de g (cu accesorii g) Zach Parametrii electrici Valoarea maximă Mod de măsurare Modificați parametrul u, în znp, cf • A Tensiune medie directă i/pr, sr, V: T de la - °C la K = + °C: D , D D A, D A D B, D B n = °C Curent mediu invers/revers, sr, mA , t/toar și max pr, sr, max Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: D , D A, D B D , D A, D B Curentul mediu direct, A: T de la - la GK = + OS D , D A, D , D A D B, D B Hy = °С D A, D A Yu D , D D B, D B Suprasarcină medie de curent direct la f = Hz timp de ms la t <> p, u== , t/rev și max, A ' T = °С D , D A, D , D A D B, D B T de la - la 'k \u d + ° С D , D A, D , D A D B, D B Гк= °С D A, D A D , D D B, D B în termen de , s la t / arr, u \u d i / arr, i, max, A: T de la - la " = + ° С D , D A, D , D A D B, D B Hy = °С D A, D A treizeci D , D D B, D B Frecvența fără reducerea modurilor electrice, Hz Temperatura de tranziție, °С Temperatura ambiantă, ° С de la - la Тk == + Note: La atașarea diodelor la radiatorul, cuplul de strângere nu trebuie să depășească , Nm în timpul instalării, este interzisă aplicarea unei forțe care depășește , N la terminalul izolat, ceea ce poate duce la încălcarea integrității izolatorului de sticlă Radiatorul de căldură poate fi calculat din condiția ca dioda să fie o sursă punctuală de putere de disipare a căldurii L/np, cp^pr, Cp- C La conectarea diodelor în serie, pentru a crește tensiunea redresată, se recomandă utilizarea de diode de același tip și șuntarea fiecărui dispozitiv cu o rezistență de - kOhm la fiecare V din amplitudinea tensiunii inverse Aer, mier /// G dt D °С // ! Г^ Од) Z /- ° s o o, z o, h od , ip ^, v zosP,cp-^ W grădină zoologică O , OD , D A, D B Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea AC cu o frecvență de până la kHz în DC Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, u, In Znp cf mA Tensiune medie directă Ppr, sr, V: T = - - - ° C D A D B Curent invers mediu /ovr, cf, µA: =- - - °C D A D B = "S D A D B Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: D A D B Curent direct mediu, mA: G = - - + ° C G= - - °С Impulsuri simple de curent continuu la Ti ^ ms, T - - - - | - ° С (timpul dintre două impulsuri - mi cel puțin min), A Frecvența fără reducerea modurilor electrice, kHz Temperatura mediului, °C - - - Notă Este permisă operarea diodelor pe o sarcină capacitivă; în acest caz, valoarea efectivă a curentului prin diodă nu trebuie să depășească , / pr, sr gaax D V, D G, D D, D E, D J, D I, D K, D L Ciode difuzie de siliciu Proiectat pentru a converti frecvența tensiunii alternative de până la kHz în directă Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, u> V inc, miercuri, mA Tensiune medie directă Un t cf, v- D V - D E D Zh, D I, D K, D L Curent invers mediu /Invers cf, µA' D V D G D D D E D ZH D I D K D L Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă constantă (impuls), V: D V, D Zh D G, D I D D, D K D E, D L V ^ redgshi prntip silt, ml G - + °С D V-D E D ZH, D I, D K, D L G= °C D V - D E D ZH, D I, D K, D L Frecvența fără reducerea modurilor electrice, kHz Temperatura ambiantă, °С - - + Notă: Este permisă operarea diodelor la sarcină capacitivă, în timp ce valoarea efectivă a curentului prin diodă nu trebuie să depășească valoarea de , /pr, sr max D , D A, D B, D , D A, D B, D , D B, D B Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea alternativă cu o frecvență de până la , kHz într-o constantă Carcasă din metal-sticlă cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Masa diodei cu accesorii nu este mai mare de g, Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare "arr, u" B ^ inc, cf > A Tensiune medie directă Uat, st>, V: Т de la - la '" = + °C D , D A, D , D A, D D B, D B, D B, D B , Gc = °C D A, D A D , D , D D B, D B, D B, D B Curent invers mediu vr sr, uA: D , D A, D B zoo D , D A, D B D , D B D B Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: D , D A, D B D , D A, D B D , D B D B Curentul mediu direct, A: T de la - la 'k \u d + ° С D , D A, D , D A, D D B, D B, D B, D B Ti = °C D A, D A D , D , D D B, D B, D B, D B Suprasarcină medie de curent direct la f- = Hz timp de ms la Uoep și = = , Uoop și mas, A: \u d ° C D , D A, D , D A, D D B, D B, D B, D B Т de la - la GK = + °С D , D A D , D A, D D B, D B, D B, D B Gc= °C D A, D A D , D , D D B, D B, D B, D B în interval de , s la f/rev, i= //rev, l max, A: T de la - la TK = + ° С D , D A, D , D A, D treizeci D B, D B, D B, D B , A Tensiune medie directă Nor Sr, V T de la - la '" = + °C D A D A, D A, D A D , D , D , D , D , D B, D B, D B, D B, D B, D B , Ț - °Q D A, D A, D A, D A D , D , D , D , D D B, D B, D B, D B, D B, D B Curent invers mediu /Ur er, µA D , D A, D B D , D A, D B D , D A, D B D , D A, D B D , D B D B Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: D , D A, D B , D , D A, D B D , D A, D B D , D A, D B D , D B D B Curentul mediu direct, A: T de la la ', = + °С D , D A, D , D A, D , D A, D , D A, D D B, D B, D B, D B, D B, D B 'c= °C D A, D A, D A, D A D , D , D , D , D D B, D B, D B, D B, D B, D B Temperatura mediului, °C de la •- la L, = + Note: Este permisă o suprasarcină de trei ori pentru curentul mediu direct timp de , s Când atașați diode la un radiator, cuplul de strângere nu trebuie să fie mai mare de , N-m În timpul instalării, este strict interzisă aplicarea unei forțe care depășește , N la terminalul izolat, ceea ce poate duce la o încălcare a integrității izolatorului de sticlă Mărimea radiatorului se calculează din condiția ca dioda să fie o sursă punctuală de putere de disipare a căldurii egală cu /Pr, sr / pr, sr Atunci când dispozitivele sunt conectate în serie, pentru a crește tensiunea redresată, se recomandă folosirea unor diode de același tip și șuntarea fiecărei diode cu o rezistență de - kOhm la fiecare V de amplitudine inversă a tensiunii Z DESPRE , [ D A J Z J dgsh Udmvd (D b DM D ^ ■ idgm [D DK B dmee DM ' DM B DMI D Ch și pr?s p tah//pr,srtah^"^ '/iu/ o s , , , și urm ! G - D M, D Ш D V /, kHz o h h h c D A, D Bg D B, D G Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea AC cu o frecvență de până la , kHz în DC Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Masa diodei cu accesorii nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare % R, I' B / inc, cf A Tensiune medie directă Uup A: T de la - la Tn \u d - ° C D A, D V D B, D G în ms la i/obr = , (L>b p și ipax" A: D = °C D A, D V D B, D G Frecvența fără reducerea modurilor electrice, kHz Temperatura de tranziție, °С Temperatura mediului, °C de la - la Т" = + Note: La atașarea diodelor la radiatorul, cuplul de strângere nu trebuie să fie mai mare de , N m În timpul instalării, este strict interzisă aplicarea unei forțe care depășește , N la terminalul izolat al diodei, ceea ce poate duce la o încălcare a integrității izolatorului de sticlă Mărimea radiatorului se calculează din condiția ca dioda să fie o sursă punctuală de putere de disipare a căldurii egală cu I/PR, sr /pr, gr La conectarea diodelor în serie, pentru a crește tensiunea redresată, se recomandă utilizarea de diode de același tip și șuntarea fiecărei diode cu o rezistență de - kOhm la fiecare V de amplitudine inversă a tensiunii D V, D D, D Zh, D K, D M, D R, KD L, KD V, KD D, KD Zh, KD K, KD M, KD R Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea alternativă cu o frecvență de până la kHz Carcasă din sticlă-metal cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe corp Greutatea diodei nu este mai mare de , g (cu accesorii nu mai mult de g) Parametrii electrici Valoarea maximă Mod de măsurare Parametrul V Gp despre b R și " In / pr, sr> A Tensiune medie directă la f - Hz, G / Pr Miercuri, V: D V, D D, D J, D C, D M, D R Final Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, I' B ^ir av, A KD A KD V, KD D, , lire, medie KD J, KD K, KD M, KD R Gok invers mediu la / = = H, mA: KD A , D V KD V , D D KD D , D ZH KD Zh , D K KD K , D M I KD M , D R KD O R , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: KD A D V, KD V ! D D, KD D D Zh, KD Zh D K, KD K D M, KD M D R, KD R - Tensiune inversă constantă , / Rev, și verificați Curent direct (mediu) direct, A: T de la - la Є \u d + ° С Гк= °С Supraîncărcarea curentului mediu direct la /= = Hz pentru , s, A: KD A, KD V, KD D, KD Zh, KD K, KD O M, KD R Curent pulsat la f= Hz, D V, D D, D Zh, D K, D M, D R, A: Ti , / Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, u "B / inc, cf, A Tensiune medie directă la f- Hz, C D A , D B, D V , D G, D D T de la - la Gk = + ° С KD A KD B, KD OZV , KD G, KD D Tensiune inversă constantă, V: Т de la - la Гк = + °С D A D B, D V D G, D D T de la - la 'k = + °C KD L KD B KD V KD G, KD D Curent direct (mediu) direct, A: T oi - la , (= + : T de la - la ГІ(= + °С KD A - KD D T ■ °C "KD OZA, KD V, KD D KD B, KD G Curentul de impuls direct la / = Hz, A la Tu \u d , C, (J arr și U despre br și max: T de la - la G k \u d + ° С D A - D D G( °s " D A, D V, D D D B, D G ț -iso °с D L, D V, D D D B, D OZG IipI Tn = MS, G "g, s u + , ( ,, ,*, p ȘI m ax~ G = °С D A - D D T og - la G, (= + ° С D A D D \ \u d ° С D OZA, D V, D D D B, D G T °C D A D V, D D D OZB, D G Frecvența fără reducerea modurilor electrice, kHz Puterea disipată medie* la Г = °С, W Rezistență termică joncțiune-carcasă*, °С/W Temperatură joncțiune r-p, °С Temperatura mediului, °C de la - la Y,, \u d + Note: La montarea pe un radiator sau pe șasiu, dioda trebuie ținută de baza hexagonală cu o cheie, cuplul de strângere nu trebuie să fie mai mare de , N m În timpul instalării, este interzisă aplicarea unei forțe la ieșirea izolată a diodei de forță care depășește , N Conectarea în serie și paralelă a diodelor este permisă în prezența șunturilor și a rezistențelor suplimentare Rezistența rezistențelor se calculează prin formule p, p n 'pr, cf piah Srbr S<>br max Yadob > (n (Cyp, cp max ^ pr, cp) n ^ inc, cp max - k ^ rr, cp unde n este numărul de diode comutate; e este factorul de utilizare curent al diodelor Când diodele funcționează cu o sarcină capacitivă, valoarea efectivă a curentului prin diodă nu trebuie să depășească , P₽, sr shah- wo CHOO lr itoh'^ - T= °С"''~ , , , Lr, cp ma" Aip cp max^>^ D ,KD \ O , , Zt^mkc O , , , kHz D A, D O B, D V, KD A, KD B, KD V Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea alternativă cu o frecvență de până la kHz Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri dure Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date în carcasă Greutatea diodei nu mai mult de g (cu accesorii nu mai mult de , g) Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr i)t B Lir (zup, u), A Tensiune DC direct t/np, V: D= °C D=- °C , , , Final Parametru Valoare maximă Mod și imersie arr arr, ' In pr ^ pr Și) ' Narațiune directă cu impuls- la ti= µs, Tfr^ μs, /= Hz L"r, cf = mA, Uu[], n V- D A - D V ( ) Invers constant / V Curent invers mediu la / = Hz, /o br, sr-mA D A, D B, KD A, KD B , , D V, D G, KD V, KD G , Tensiune directă constantă (D R, V: KD I A - KD G Curent invers direct* /Ооѵ, mA- D A, D B, KD A, KD B , , D V, D G, KD V, KD G , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, kV, D A, D B, KD A, KD B , D OV, D G, KD V, KD G , Tensiune inversă constantă, kV D OA, D B D V, D І G Curent continuu constant (mediu) A: T de la - la Tk \u d + ° С D A - D G KD A - KD G TC = °C D A, D V, KD A, KD V D B, D G, KD B, KD G '" = µA: ' = X D A D B KD A KD B KD V KD G '= X D A D B Timp de recuperare inversă /voe, arr, ns: D A, KD A D B, KD V KD B KD G Capacitatea totală a diodei* Od, pF: D A, D B , * , * , * , * , * , * * * * * ( ) (SO) ( ) (SO) , , , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă DC (impuls), ÎN: D A, KD A, KD B D B, KD V, KD G Curent direct (mediu) direct, A: D A, D B la ^ X și iper-nor sS X/Bt G= X , KD A-KD G la Ti^ °C Puls CURENT direct la televizor ^ Yu ms, > , A: ' "^ J t A -pr * J , , , , L O,V A>br> , , , , temperaturi - °C direct , , , , U"f,B - - - - - Ofi , , , sp?,V IV^,M/(A \ Ooiț,B D L, D B, D V, D G, KD A, KD B, KD V, KD G Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea AC cu o frecvență de până la kHz în DC Carcasă metal-plastic cu cabluri flexibile Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Greutatea diodei nu este mai mare de g * Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic uc * ( ) ( ) D A, D V, * * gradina zoologica KD A, KD G D B, D G, * * KD B KD V Curent invers constant / invers, mA: = °С D A, D B , * , * , D V, D G , * , * , KD ZA - KD V , KD G = °С , D A D B D V D G Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă constantă (impuls), V: D A, D B, KD A - KD V D V, D G, KD G Curent direct (mediu) direct, A: T de la - la " = - 'C D A - D G n = °С' D A, D V D B, D G la £ , °C/W KD A-KD G YU per-cor- Curentul de impuls direct la InSglO MC, Q> > , A Curent invers de impuls la ti uA D A D ^ °C Z/oSp, D A, D B, D V Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea AC cu o frecvență de până la kHz în DC Carcasă din plastic cu cabluri flexibile Diodele sunt marcate cu litere pe suprafața laterală a carcasei: D A - litera A, D B - B, D V - C O bandă roșie este aplicată la capătul carcasei la terminalul pozitiv al fiecărei diode Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare "arr B; pr-A Tensiune DC direct Ppr, ÎN: = °C D A, D B , , D V T=- °C D A, D B , , D V Curent invers constant / arr, uA: = °C D A D B D V = °C D V = °C D A D B Permanent ÎN- D A D B D V Limite de funcționare: (impuls) tensiune inversă, Curent direct (mediu) direct, A: D A, D B la ^ °C/V " °per ~ înv și G \u d - - + ° С H- °C r=і °сі ; ; la °C/Wts/?P nC curent invers/invers DC, μA: ( ) ( , ) \u d - n "C D A D B Curentul invers mediu în modul de redresare semiundă la f= Hz, /rev, sr> mA * K = °C D A (YuO) D B ( ) k = °C D A (YuO) D B ( ) Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă DC (impuls), ÎN: D A D B Curent direct (mediu) direct, A: T de la - la GK = + ° С " = °С Frecvența fără reducerea modurilor electrice, kHz, Temperatura mediului, °C de la - la Ti = + Note: În cazul intervalului de temperatură de - °C, curentul direct scade liniar Este permisă utilizarea diodelor la tensiunea inversă de impuls maxim admisă: cu o frecvență de până la kHz la Tfr^O μs n / pr, sr ^ / pr, sr max, dar nu mai mult de A; cu o frecvență de până la kHz la Tfr> , μs n / inc, cpsg / np, cp max, io nu mai mult de A IO' u J W Yu IO' D °C ° (L °C - ^ O , , O u^/O^u O - ■ D A D MO TK,°C D A, D B Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru a converti tensiunea AC cu o frecvență de până la kHz în DC Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri flexibile Diodele sunt marcate cu un punct colorat pe partea terminalului pozitiv: D A - alb, D B - roșu Greutatea diodei nu este mai mare de , g Concluzia f Concluzie? Parametri Valoare maximă Mod de măsurare ibr("inv, u>-in 'pr V: D A, D B , D V, D G Curent invers constant/invers, mA: , T = °C D A, D V D B, D G T=- °C D A, D V D B, D G Gc = °C D V D G Г"= °С D А D G Curentul invers mediu în modul de redresare pe jumătate de undă la f== Hz /rev, cf, mA: Gc = °C D A ( ) ( ) D B ( ) (S) GK = °C D A ( ) ( ) D B ( ) ( ) Gk \u d vS D V ( ) (Yu) D G ( ) (S) G, , μs D A D B D V , D G /= Hz - kHz, TfR> us D D D E D Zh D I Curent direct direct, A: Т de la - la Гк = + °С HA = °С Г= °С Curentul continuu mediu în modul de redresare a tensiunii de orice formă de la , , A: f=l- kHz, Tfr> , μs pentru D A- D G Тk = ~ -=- + °С 'k= °С f= kHz, TfR> , µs pentru D A- D G Gk \u d - - + ° С HA= °С f= Hz- kHz, Tfr> µs pentru D D~- D Zh, D I Gk \u d - - + ° С 'k= °С f- kHz 'k \u d - - + ° С Т'к= °С Curent direct pulsat de formă sinusoidală cu o durată a impulsului la bază de cel mult ms (impuls unic) cu o perioadă de repetare de cel puțin minute, A: T de la - la T'k \u d + ° C Gk \u d ° С Rezistență termică D A - D G, °С/W Temperatura de tranziție, °С Temperatura mediului, °C despre , , aproximativ aproximativ de la - la 'k = + Note: Lipirea este permisă pe toată lungimea terminalului nefiletat la o temperatură de lipire nu mai mare de °C timp de cel mult s Este permisă conexiunea în serie și paralelă a oricărui număr de diode Secțiunea a patra Diode cu impulsuri KD AM, KD BM, KD VM, KD GM Diode de difuzie de siliciu de mare viteză Sunt destinate lucrului în receptoarele de televiziune a imaginii color Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri flexibile Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Greutatea diodei nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametri Valoare maximă Mod de măsurare vobr in pr, A -dildt, A/mks Tensiune directă constantă £/pr, V: KD AM, KD BM, KD VM KD GM Curent invers constant /reverse prn 'p = аС, mA , , KD VM, KD GM , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: KD AM KD BM KD VM KD GM Tensiune inversă de impuls care nu se repetă, V: KD AM KD BM KD VM KD GM Impuls curent direct la Tk=- h-+ оС, A: forma dinte de ferăstrău tb = - μs, f= kHz KD AM, KD BM formă sinusoidală f= kHz KD AM, KD BM f= kHz KD AM, KD BM formă de undă sinusoidală ti = µs, f= Hz formă de undă exponențială ti = , ms (nivel , ), f= Hz Curentul continuu mediu într-un circuit monofazat cu o singură jumătate de undă cu o sarcină activă cu formă de curent sinusoidal, f = Hz, GK = OS, A Putere disipată medie la TK= 'С, marți: cu radiator fără radiator , Temperatura mediului, °C de la - la T'k = + Note: Este permisă utilizarea unei diode cu tensiune și factor de sarcină de putere egal cu Temperatura de lipire a cablurilor nu este mai mare de ° C, timpul de lipit este de s Lipirea este permisă la o distanță de cel puțin mm de partea inferioară a corpului Îndoirea cablurilor la o distanță de cel puțin mm de corpul diodei, raza de curbură de cel puțin mm ^crtox D , kHz ~zo o +go+io + + ous KD A, KD B, KD V, KD G Diode cu impulsuri de difuzie de siliciu Sunt destinate lucrului în lanțuri de surse de alimentare reglate, invertoare, întrerupătoare și alte dispozitive de impuls Carcasă din sticlă pe metal cu un cablu dur Răcirea este naturală Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cablurile sunt date pe corp Masa fundului nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametri Valoare maximă Mod de măsurare "arr, în "pr, a Tensiune DC direct SUpr, V Tensiune directă de impuls la tp = µs, ipr, n, V DC curent invers/invers, mA , invers max Timp de recuperare inversă tvo, arr, MKS Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă DC (impuls), kV: KD A KD B , KD V , KD G Curentul de impuls direct, A: dreptunghiular la tа = µs, di/dl = A/µs = kHz f= kHz /= kHz formă de undă sinusoidală la ti= µs (pe bază) /= kHz cu modulație de amplitudine printr-un semnal sinusoidal al formei de undă la Baza Ti ms, /= Hz Curent direct direct, A Curent de recuperare inversă, A Putere disipată medie, W Temperatura mediului, °C de la - la Тk = + Note: Timpul de recuperare inversă crește liniar de la , µs prn Gk = °С la , µs prn Gk= Pi u, mA: 'P = ° C Hz- °С Timp de recuperare inversă prn Ti = I ISS, /voe, oOr, ms: KD A, KD V KD B, KD Limite uata e date: Tensiune inversă a impulsului, kV- KD A, KD B KD V D G Curentul de impuls și direct la Ti = , μs, f- Hz, A: Тk = - ~ + °С TK = OC Rata de variare a curentului continuu la Tk - = - - + ° С, A / ms Putere disipată medie, W: Tk = - - + ° С Gv-vb'S Temperatura ambiantă, ° С de la - la Gk = + Note: Este permisă operarea diodelor cu un factor de utilizare a curentului și tensiunii inverse egal cu Diodele pot fi operate cu sau fără radiator cu condiția ca temperatura carcasei să nu depășească °C Rugozitatea suprafeței de presiune a radiatorului nu este mai rea Timpul de lipire a ieșirii nu mai mult de s cu o putere a fierului de lipit de cel mult І W Secțiunea a cincea Stalpi și blocuri redresoare D g D A, D B, D , D , D Stâlpi de diode din aliaj de siliciu Carcasa este din plastic cu fire dure Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date în carcasă Masa stâlpilor D , D A nu este mai mare de g, D B, D , D , D nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametri Valoare maximă Mod de măsurare ibr, u> kV A pr, sr, L Tensiune medie directă U "Vf cf, = °С D , D A , D B , D D , D , = - °C D , D A , D B , D D , D , Curent invers mediu br> sr, mA: = °C D , , D A , , D B , , DІ , , D , , D , , = °С D , , D A , , D B , , D , , DYu , , D , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, kV: D D A, D B ' DYu DYu DYu Yu Curent direct mediu, mA: \u d - - + ° С D , D B, D YuO D A, D x DU = °C D , D B, D D A, D D = °С D , D B, D D A, "D D Frecvența fără reducerea modurilor electrice, kHz Temperatura carcasei, Temperatura mediului, °C - -+ Note: I Funcționarea stâlpilor și sarcina capacitivă este permisă, cu condiția ca valoarea efectivă a curentului prin pol să nu depășească , Jpr, cp max Funcționarea polilor la frecvențe peste kHz este permisă, cu condiția ca /pr, cf sg μA Este permisă supraîncărcarea polilor prin curent continuu până la , A timp de - perioade Este permisă conectarea în paralel și în serie (până la kV) a stâlpilor de același tip Când este conectată în serie, coloana trebuie să fie derivată, condens rom, a cărui capacitate este selectată din condiția C = , C N, unde C este capacitatea stâlpilor față de sol; A este numărul de coloane conectate în serie La instalarea stâlpilor, trebuie luate măsuri pentru a se asigura că capacitatea stâlpului față de pământ este mai mică de pF Pentru a face acest lucru, spațiul de aer dintre șasiu și corpul stâlpului trebuie să fie de cel puțin mm Este indicat să poziționați stâlpii vertical față de șasiu pentru a asigura o capacitate minimă La presiuni sub , - Pa, concluziile stâlpilor și părțile goale ale cablurilor de alimentare trebuie protejate cu materiale izolante pentru a preveni ruperea la suprafață D , D A, D A Stâlpii diodelor de difuzie cu siliciu Carcasa este din plastic cu fire dure Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa coloanei nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametri Valoare maximă Mod de măsurare "arr, kV Znp, sr, L Tensiune medie directă I/Pr, su, = °C D , , D A , , DUNE , , , = - °C D , , D A , DUNA , , Curent invers mediu cp, mA: = °C D , , D A , , DUNA o = °C D , , D A , , DUNE , , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, kV: DU D A DUNĂ Curent direct mediu, mA Frecvență fără reducerea modului, kHz Temperatura ambiantă, °С Temperatura carcasei, °С , - + Note: În timpul instalării, îndoirea o singură dată a cablurilor este permisă la o distanță de cel puțin mm de corpul stâlpului La presiuni sub , - * Pa, concluziile stâlpilor și părțile goale ale cablurilor de alimentare trebuie protejate cu materiale izolante pentru a preveni ruperea la suprafață Gradul de reducere a modurilor electrice limitatoare în funcție de presiunea în intervalul de până la Pa și mai jos trebuie ales din condiția ca temperatura pe corp în timpul funcționării să nu depășească °C Este permisă operarea polilor la frecvențe peste kHz, cu condiția ca / arr C , mA Stâlpii au voie să funcționeze la sarcină capacitivă, cu condiția ca valoarea efectivă a curentului prin pol să nu depășească , /pr, sr max Sunt permise suprasarcini de curent continuu de pana la , A pentru - perioade KTs V, KTs G, KTs D Concluzia Locul marcajului Stâlpii diodelor de difuzie cu siliciu Carcasă din plastic cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa coloanei nu este mai mare de g ieșire eu :-i, ShyІоіГ-* ■■ Concluzia Parametrii electrici Parametri Valoare maximă și Mod de măsurare "arr și" kV ^pr, sr, A Tensiune medie directă ( Pr sr, V: = °C KNYu V , KSh G , KSh D , Т= - °С КН V KSh G , KSh D , Final Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^rev, u" kV ^pr, sr> A Т= °С КЦЮ В , KTSYu G , KShch D , Curent invers mediu / invers, cf, mA: G= °C K Ts V , , KTs G , , KTSYu D , , Т= °С КЦ В , , KTs G , , KTs D , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă impuls cu sarcină activă ke, TfR > µs, TiS µs, kV: KTs V KTSYu G KTSYu D - Tensiune inversă impuls cu sarcină capacitivă, Tfr^ µs, Ti^ µs, kV: KTs - V KTSYu G KTs D Curent direct mediu, mA: Т=- - - °С KTSYu V KTs G KTSYu D G= - °С KTs V KTsyu G KTsyu D treizeci Frecvență fără reducere de mod, kHz Î Temperatura ambiantă, ° С - - - dec Ts L, Ts B, Ts V Stâlpii diodelor de difuzie cu siliciu Carcasă din plastic cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Greutatea stâlpilor Ts A, Ts B nu depășește g, Ts V nu depășește g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^rev, I" kV znp, sr, A Tensiune medie directă Unv, Cp, V: T = °C Ts A , Ts B , Ts V , t = - °C Ts A , , Ts B , , Ts V , Curent invers mediu bR, sR, mA: = "C Ts A , , Ts B , , Ts V , , = °C Ts A , Ts B , Ts V , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls de formă arbitrară, cu o abrupție a fronturilor nu mai mare de V/µs în intervalul de frecvență de la Hz la kHz, kV: Ts A Ts B Ts V Curentul mediu direct de formă arbitrară, cu o frecvență de la Hz la kHz, /pr, ISZ, /pr avg, mA: Tk - - - + ° С Тk= °С Impuls curent de suprasarcină direct TfR ^ μs, tg £ ms (nu mai mult de impulsuri în de minute cu intervale între impulsuri de cel puțin minut), A: Tk = - - + ° С Гк = °С Frecvență fără reducerea modului, kHz Temperatura ambiantă, °С Temperatura corpului, °С - - + Note: Prizele stâlpilor și părțile goale ale cablurilor de alimentare trebuie protejate cu materiale izolatoare la presiuni sub , -IO Pa pentru Ts B, Ts V și sub , -IO Pa pentru Ts A Este permisă conectarea în serie a doi poli de același tip pentru tensiune de până la kV pentru Ts V și până la , kV pentru Ts B * KTS A Stâlp de diode de difuzie de siliciu Proiectat pentru a fi utilizat ca amortizor în circuitul de scanare în linie al televizorului Corpul este ceramic cu cabluri flexibile TNP-ul dispozitivului este indicat pe carcasă Terminalul pozitiv al dispozitivului este marcat cu un punct la capătul carcasei Masa coloanei nu este mai mare de g Concluzia //£ Concluzia Alegerea Concluzie? Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^ob^>, u, inc, cf, A Tensiune medie directă I/R, sr, V , Curent invers mediu/invers, cf, µA o, c Timp de recuperare inversă ^vs, arr, ISS Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, kV: ^ ° С H- °C Rata de variare a tensiunii inverse, /pr, sg mA, V/s: T \u d - -t- + ° С , -IO D = °C , -IO Curent direct mediu, mA: T \u d - - + ° С ■ T^vb-S YuO Curent direct de impuls, ti ^ μs, Q ^ l, , A Temperatura mediului, °C - - + Temperatura carcasei, ° С Note: În intervalul de temperaturi ambientale de - °С, iovr, în șah, scade liniar Distanța minimă de la corp până la punctul de lipit al cablurilor este de mm În acest caz, încălzirea corpului stâlpului în niciun punct nu trebuie să depășească °C i, ms G KTS A Ts A, Ts B Stâlpii diodelor de difuzie cu siliciu Carcasă din plastic cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa coloanei nu este mai mare de g ■n concluzie? , ' e& JLJ Ț pin pin concluzie? Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^ob]^, u > znp, cf, A Tensiune medie directă Uav, cf, V: Т = °С , T = - °C , Г= °С , Curent invers mediu/invers, sr, mA: Г = °С Ts A , , Ts B OD , G= °C Ts A , , Ts B , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului la f ^ l kHz, presiune , - * - , - * Pa, kV: Ts G A Ts B la o presiune de Pa Curent direct mediu la fagi kHz, presiune , -IO - , -IO Pa, mA: G==- ^-+ °C D= °C Impuls curent de suprasarcină directă la IFR> ^ μs, intervalul dintre impulsuri nu este mai mic de s: Tee + s Ti + , s Temperatura mediului, °C Temperatura corpului, °C /pr max /pr max - -g- + Note: Este permisă funcționarea pe termen scurt a stâlpilor Ts B ( mi - lucru, min - pauză) la μs, f+l kHz, kV- KTS A , KTs B KTs V KTS G KTS D KTS E Curentul mediu direct de orice formă la TfR>> μs, f ^ l kHz, mA Impuls curent de suprasarcină directă la t^ ms, A Frecvența fără reducere a modurilor electrice, kHz Temperatura ambiantă, °С - - + Ts A, Ts B, Ts V, Ts G, Ts D, Ts E Stâlpii diodelor de difuzie de avalanșă de siliciu Carcasa este din plastic Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Greutatea stâlpilor Ts A, Ts B nu este mai mare de g, Ts V, Ts G, Ts D nu este mai mare de g, Ts E nu este mai mare de g Concluzia Concluzia KTs V, G, D ieșire ot Concluzie f (ІЦІ ІВ, G, L) -N KTs E(£Ts E) ieșire "G G / resp , Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, și " kV / pr și > A Tensiune medie directă Pr V: Ts A , Ts B , Ts V , Ts G , Ts D , Ts E , G \u d - "C Ts A , , Ts B , , Ts V , Ts G , Ts D , Ts E , Curent invers mediu / Rev avg mA: H= °C Ts A , , Ts B , , Ts V , , Ts G , , Ts D , , Ts E , , G= °C Ts A , , Ts B , , Ts V , , Ts G , , Ts D , , Ts E , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls de orice formă la Tfr ^ bO μs, f-Cl kHz, presiune de la la , -IO Pa, kV- Ts A Ts B Ts V Ts G Ts D Ts E Curentul mediu direct de orice formă la Tfr^g ^ μs, kHz (în acest caz, amplitudinea pulsului ca nu trebuie să depășească , A), presiunea de la , - Pa până la , - Pa, V = - - - °C, mA- T = - °C Ts A - Ts D Ts E T= °C Ts A - Ts D Ts E pA, = - - + ° С T = °С Ts A - Ts D Ts E °С Ts A - Ts D Ts E Curent direct repetitiv de formă sinusoidală în modul ciclic f- kHz atunci când funcționează într-un lichid de răcire la '" + ° C, A: în s în s Curentul continuu mediu de orice formă la TfR^ ^ μs, cu f = + l kHz și o amplitudine de cel mult A atunci când se lucrează într-un lichid de răcire la T, (C ° C, A Frecvență fără reducere de mod, kHz Temperatura ambiantă, °С Temperatura carcasei, °С treizeci , - - + Note: Este permisă conectarea în paralel a stâlpilor Conectarea în serie a coloanelor de același tip este permisă până la tensiuni: kV fără utilizarea elementelor de derivație; kV cu utilizarea condensatoarelor shunt, a căror capacitate este selectată din condiția C = , C N, unde C este capacitatea polilor față de pământ; N este numărul de coloane conectate în serie La instalarea stâlpilor trebuie luate măsuri pentru a exclude posibilitatea defecțiunii electrice, precum și pentru a asigura capacitatea stâlpului C;, + pF La presiuni sub , - Pa, cablurile de la stâlpi și părțile goale ale cablurilor de alimentare trebuie protejate cu materiale izolatoare pentru a preveni deteriorarea suprafeței Este permis să se lucreze în orice lichid de răcire care nu distrug elementele stâlpului, au o rezistență suficientă și asigură că temperatura corpului stâlpului nu este mai mare de °C Ts A, Ts B, Ts V Stâlpii diodelor de difuzie cu siliciu Carcasă din plastic cu terminale dure plate Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa coloanei nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^ob^ şi > /pr> cf•A Tensiunea medie directă Unp cf B: T = °С Ts L Ts B Ts V '=- °С U A Ts B Ts V Final Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, I' kV g A ir> sr> Curent invers mediu /av cf, mA Т = °С Ts А , Ts B , Ts V , G= °C Ts A , , Ts B , , Ts V , , \u d "C Ts A , Ts B Ts V , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă pulsată de orice formă la Tfr> µs, fsZl kHz, kV: Ts A Ts B Ts V Curentul mediu direct de orice formă la TfR^ sg µs, fsgl kHz, mA: T de la - la L, \u d + ° С Г= °С Impuls înainte de curent de suprasarcină , Curent de suprasarcină direct cu impuls repetitiv (trei semi-unde f - Hz) Frecvență fără reducere de mod, kHz Temperatura ambiantă, °С Temperatura corpului, °С / inc, cf verifica /inc, cf verifica - -g- + Note: La presiuni mai mici de , -IO Pa, cablurile polilor și părțile goale ale cablurilor de alimentare trebuie protejate cu materiale izolatoare Este permisă folosirea stâlpilor la presiuni sub , - Pa fără izolație suplimentară; în acest caz, este necesar să se reducă tensiunea inversă a impulsului limitator Conectarea în serie a stâlpilor de același tip este permisă până la o tensiune de £ / ObR, ptah fără utilizarea elementelor de șunt Este permisă lucrul cu coloane și sarcină capacitivă, cu condiția ca amplitudinea C / Rev și pe coloană să nu depășească / Rev, vsh, iar valoarea efectivă a curentului prin coloană să nu depășească , / pr , cp max ^arr ishax ^ sooo G ' B Ts B Ts A , , , JJ } oYuCHPO g COZA , B - , V V - - + + + + ^' Ait> cp>^ O KTS A, KTS G Blocuri de diode din aliaj de siliciu conectate printr-un circuit de punte (KTs G) și printr-un circuit dublator de tensiune (KTs A, KTs G) Carcasa este din plastic cu fire dure Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Greutatea blocului pentru KTs A nu este mai mare de g, pentru KTs G nu este mai mare de NO g Schema de conexiuni pentru amplificatorul de tensiune Schema de conectare pentru pod A Tensiune medie de scurtcircuit VKz, sr la f- = Hz, V: > °c D = - °C Curent mediu în gol /xx, sr la f= Hz, A: G=- , + °С = °С , , , mier Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă impuls, V: KTs A, KTs Zh, KTs A, KTs Zh, KTs A, K Ts Zh, KTs A, KTs Zh K Ts B, K Ts I, KTs B, KTs I, KTs B, KTs I, KTs B, K Ts I KTs V, KTs V, KTs V, KTs V K Ts G, KTs G, KTs G, KTs G KTs D, KTs D, KTs D, KTs D KTs E, KTs E, KTs E, KTs E Curent redresat mediu kHz, mA: KTs A - KTs E, KTs A - KTs E, KTs A - KTs E, KTs A - KTs E KTs Zh, KTs I, KTs Zh, KTs I, KTs Zh, KTS I, KTS ZH, KTS I Frecvență fără reducerea modului, kHz Temperatura mediului, °C - - + Note: Îndoirea o singură dată a terminalelor la un unghi de cel mult ° este permisă Distanța de la punctul de îndoire a cablurilor la corp este de mm, raza de îndoire este de , mm Distanța minimă a punctului de lipit față de corp este de mm Instalarea dispozitivelor pe șasiu una peste alta este permisă KTS A Un bloc de diode mesa-difuzie de siliciu conectate într-un circuit de punte Carcasă din plastic cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa blocului nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare și > A și P> Sr-L Tensiune medie de scurtcircuit (/хх avg, V: \u d 'C , , \u d - 'C , , Curent mediu fără sarcină /xx, cf, uA: = °С = °С Limitarea datelor de performanță: (când unitatea este pornită ca punte în timpul funcționării împotriva unei sarcini active): Tensiune inversă a impulsului, V V Curent redresat mediu, mA: \u d - -g - + ° С \u d ° С Curent de suprasarcină unic redresat, A: în termen de µs în termen de ms Frecvență fără reducere de mod, kHz Temperatura mediului, °C - - + Limitarea datelor de performanță: (când blocul este pornit de la ieșirile ( ) și ( ), ieșirile și sunt izolate): Tensiune inversă a impulsului, V Curent direct constant (sau mediu), mA: G \u d - -^ - ° С T \u d ° С CURENT direct de impuls La TnCJO MKS, /pr, sr = == mA, A Un singur curent de suprasarcină redresat A: în µs în termen de ms Frecvență fără reducere de mod, kHz Temperatura ambiantă, "C ° ІО * \, µs - - + + H, °С KTs A, KTs B, KTs V, KTs G, KTs D, KTs E, KTs Zh, KTs I Blocuri de diode de difuzie de siliciu conectate într-un circuit de punte trifazat Carcasa este din plastic cu fire dure Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Diodele din bloc sunt asamblate într-un circuit de punte Greutatea blocului nu depășește g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^rev, u> ( vp, cf, V A) Tensiunea medie de scurtcircuit ^Lsz, cf V: KTS D - KTS E ( ) KTS Zh, KTS I ( ) Curent mediu fără sarcină / ", cf, μA: KTs A KTS B KTs V KTs G KTs D, KTs Zh KTS E, KTS I Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: KTS A KTs B KTs V KTs G KTs D, KTs Zh KTS E, KTS I Curent redresat mediu, A: K Ts A - K Ts E KTS Zh, KTS I Frecvență fără reducerea modului, kHz Temperatura mediului, °C - - + KTs A, KTs B, KTs V Blocuri de diode de difuzie de siliciu conectate într-un circuit de punte Carcasă din plastic cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Diodele din bloc sunt asamblate într-un circuit de punte Masa blocului nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare Vob^, u /vn, cf, A Tensiune medie de scurtcircuit /kz, sr, V Curent mediu fără sarcină /xx, sr, µA: , KTS A KTS B KTs V Limită date de operare: Puls invers tensiune, V: KTS A KTS B KTs V Curentul mediu redresat, A Temperatura ambiantă, °С - - - + KTSY A - KTs V - - + + + , °С KTs A, KTs B, KTs V Blocuri de diode de difuzie de siliciu conectate prin n circuit de punte monofazat Carcasa este din plastic cu cabluri flexibile, - Tipul de dispozitiv este dat pe carcasa Diodele din bloc sunt asamblate într-un circuit de punte Greutatea blocului nu mai mult de g -* Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare Vobt, u > ^vn, cp > A Tensiune medie de scurtcircuit - , kaniya /kz, sr, V Curent mediu fără sarcină Іхх, sr, , uA: KTS A KTS B KTs V Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă a impulsului, V: KTS A KTS B KTs V îndreptare medie- curent len, A îndreptare medie- lenny curent marfă (în timpul o perioadă f= Hz), A / vp, mier Temperatura mediului ambiant mediu de tăiere, ° С - - - Secțiunea șase Varicaps V OZA, V OZB, KV A, KV OZB Varicapele epitaxiale din silicon Sunt destinate lucrului în dispozitive de multiplicare a frecvenței și modulare a frecvenței Corpul este ceramic-metal cu fire dure Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa varicapului cu accesorii nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim U br- in Capacitatea totală a varicap Sd la f = - MHz, pF: VYUZA, KV YUZA * VYUZB, KVYUZB Factor de calitate QB la f= MHz: * V SW, SW SW * V B, KVYUZB Curent invers direct/Inversa, µA: * \u d - mln , * T ~ TK shah Instabilitatea curentului invers DC A/rev, µA Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă constantă, V Putere disipată, W: T de la - la 'k \u d + ° С 'k =: 'k max , Temperatura corpului, °С: V A, V B KV YuZA, KV B Temperatura ambiantă, °С: V A, V B de la - la Gk = + KV SWUZA, KVYUZB de la - la Gk = + încălcări, încălzire carcasă Note: În intervalul de temperatură de la °С la ktаі, puterea disipată scade liniar Când funcționează în moduri extreme, îndepărtarea căldurii din varicap trebuie efectuată cu un radiator echivalent cu o placă cu dimensiunile X X mm Se permite conectarea terminalului anodic al varicapului cu elementele echipamentului la o distanta de cel putin mm de carcasa varicapului prin orice mijloace care garanteaza absenta mecanismelor mecanice peste °С și excluzând trecerea unui impuls de curent printr-un varicap V A, V B, KV A, KV B Varicapele epitaxiale din silicon Sunt destinate lucrului în dispozitive de multiplicare a frecvenței și modulare a frecvenței Corpul este ceramic-metal cu fire dure Tipul dispozitivului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe carcasă Masa varicapului cu accesorii nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Sens (U o a> oh oh O • la I S la "L o o l La "? Cu * sw m SSSS Modul de măsurare "arr, V Capacitatea totală a varicap Cya ia f - = - MHz, pF: V A, K V A V B, K V B Factorul de calitate QB la f = MHz: V A, K V A V B, K V B Curent invers direct /Obr, µA: T = °С - ГМі" V A, KV A V B, K V B G \u d G la m ah V A, KV D V B, K V B Instabilitatea curentului invers direct L / arr, μA: V A, KV A V B, K V B * * * * , * , * Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă constantă, V: V A, KV A V B, KV B Putere disipată, W: T de la - la 'K \u d + ° С V A, KV A V B, KV B Tk = Gk mai V A, KV A V B, KV B Temperatura corpului, °С: V A, V B KV A, KV B Temperatura ambiantă, °С: V A, V B de la - la Gk = + KV A, KV B de la - la Gk = + Note: În intervalul de temperatură de la °C la 'kshah, puterea disipată scade liniar Când funcționează în moduri extreme, îndepărtarea căldurii din varicap ar trebui să fie efectuată de un radiator echivalent cu o placă de cupru cu dimensiunile de XY X mm Se permite conectarea terminalului anodic al varicapului cu elementele echipamentului la o distanta de cel putin mm de corp prin orice mijloace care garanteaza absenta perturbarilor mecanice, încălzirea corpului mai mult de Tk max și excluzând trecerea impulsurilor de curent prin varicap Pentru V A, KV A, intervalul de frecvență recomandat este de la la MHz, pentru V B, KV B - de la la MHz Când se operează varicaps într-un circuit multiplicator cu auto-polarizare în circuitul de rezistență de polarizare, valoarea optimă a curentului redresat este de la , la mA Valoarea permisă a potențialului static pentru varicaps V Secțiunea a șaptea diode zener D A, D B, D V, D G, D D, D EG D J; D A, D B, D V, D G, D D; D A, D B, D V, D G Diodele Zener sunt aliaje cu difuzie de siliciu Proiectat pentru a stabiliza tensiunea în circuitele DC cu un curent minim de - mA și o putere de până la - W Carcasă din sticlă pe metal cu cabluri dure Tipul dispozitivului este indicat pe carcasă Masa diodei zener nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim /din mA Tensiunea de stabilizare t / st "V: D A , , D B , , , D V , , , D G D D , , D E , , D Zh , , D A , , D B , , D V , D G D D , , D A , , D B D V D G NU Instabilitatea temporară a tensiunii de stabilizare bu,%: D A - D V °T D G -D ZH D A - D D D A - D G Coeficient de temperatură al tensiunii de stabilizare au , %/°С: D A , D B , D V , D G , D D , D E , D Zh o p D A , D B , D V , D G , D D , D A , D B , D V , D G Rezistență diferențială Гst > ОмI = °С , D A , Continuare Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim /Sf mA D B , D V D G , D D D E , D Zh D A D B D V D G D D D A D B D V D G G = °C D A D B D V D G D D D E D Ж D A D B D V D G D D D A D B D V D G G=- și - °S D A D B D V D G D D D E D Zh D A D B D V D І G D D D L, D B Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim 'st-ma D V D G Tensiune DC directă Ppr, V , Tensiune inversă DC br, V: , D A D B D V D G D D D A D B D V D G Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare, mA: D A -D V D G- D Zh D A -D D D A -D G Curent de stabilizare constant maxim, mA: T \u d - -t- + ° С D A D B D B D V D V D G D G D D D D D A D E D B D Zh D V D A D G Гк= °С D A D A D B D B D -V D V D G D G D D D D D E D A D Zh PO D B D V, D G Curent direct direct, mA Suprasarcină curent de stabilizare timp de s, mA: T \u d - -n + ° С D A D B D B D V D V D G D G D D D D D A D E D B D Ж D В D A D G YUO T °С D A D B D B D B Д В Д Г NR D G D D D D D A D E D B D Ж D B, D G D A Putere disipată, W: = - - + °C D A-D D, D A-D G D= °C Temperatura de tranziție, ° С Temperatura carcasei, °С Temperatura ambiantă, °С de la - la Tk = + Note: În intervalul de temperatură de K de la la °C, curenții de stabilizare directă maximă admisibilă și disiparea puterii scad liniar Când atașați diodele zener la radiatorul, cuplul de strângere trebuie să fie în intervalul - , Nm Este strict interzisă în timpul instalării aplicarea unei forțe care depășește , N la terminalul catodic al diodei zener Este permisă conectarea în serie a oricărui număr de diode zener Conectarea în paralel a diodelor Zener este permisă cu condiția ca puterea totală disipată a tuturor diodelor Zener conectate în paralel să nu depășească puterea maximă admisă pentru o diodă Zener ІL C Â, C B, C B, C G; C A, C B, C B, C G, C D, C E, C Zh, C I, C K, C L, C M, C H Diodele Zener sunt aliaje cu difuzie de siliciu Proiectat pentru a stabiliza tensiunea în circuitele DC prn curent minim stabilizat - mA și putere de până la , - W Carcasa plastic-ceramica cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului este indicat pe carcasă Masa diodei zener nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim *st{/pr)' mA Tensiune de stabilizare UCT, V: С А , , S B , , , S V , , , S G C A' , , S B , , S V , , S G , , S D , , С Е , S Zh, S I , S K , S L S M S N Instabilitatea temporară a tensiunii de stabilizare b și st P naștere Parametru Valoare Mod de măsurare r maxim tipic mA Coeficientul de temperatură al tensiunii de stabilizare a și b din partea inferioară a golului "nu temperaturi - -e- - " C, S A , S B , S V , S G , С А , S B , S V , S G , S D , С Е , S Zh , S I , S K , S L , S M , С Н , Rezistență diferențială G cu t> Ohm • G= °C S A , S B , S V S G С А , S B , S V , S G S D S E S Zh S I S K S L S M S N Т= °С С А S B S V S G С А S B Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim minim ^ST^pr) mA S V S G S D - S Zh, S I S K, S L S M, S N '=- şi + °C S A S B S V S G С А S B S V S G S D S E S Zh S I grădina zoologică S K, S L S M S N Tensiune directă constantă £ / pr, la , ) Tensiune inversă DC ^□br, V: S G S D S E S Zh S I Curent invers constant vr, mA: S A - S G, S A - S Zh S I - S N , În modul de măsurare În modul de măsurare = , mA arr V = , U arr Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare, mA: S A - S V S G S A - S B S G - S Zh, S I S K - S N Legea Curent maxim de stabilizare, mA: =- - + °С S A S D S B S E S V S Zh S G S I S A S K S B S L S V S M S G S N Ț °С S A S D S B S E S V S Zh S G S I S A S K S B S L S V S M S G S N Suprasarcină curent de stabilizare timp de s, mA: T \u d - - + ° С S A S D S B S E S V S Ж S G S I S A S K S B S L S V S M S G S N Ț j °Q S A S D S B S E S V S Ž S G S I S A S K, S L S B S M S V S N S G Putere disipată, W: T - + °С S A - - S G, S A - S V S G - S Zh, S I - S N , k= °С Temperatura ambiantă, ° С de la - la " = + Note: La Tc = - °C, Pmax și /stmax scad liniar Este permisă conectarea în serie a oricărui număr de diode zener Conectarea în paralel a diodelor Zener este permisă cu condiția ca puterea totală disipată pe toate diodele Zener conectate în paralel să nu depășească puterea disipată maximă admisă pentru o diodă Zener O singură îndoire (până la °) a cablurilor este permisă la o distanță de cel puțin mm de corp cu o rază de îndoire de mm Eu £I ,i - hj os= J-OoOZl=l ~ HZ Z OU OZl un'^ OZ Ol O / , - = - IZ Z DA OS oz I NO'IIL Oj UN O V"'aI Oh Zi i^SZ =aI U nC') z il h JOS= /ZOSOZ -l ' ' ,• Jv V^'^IOb Oz Toate - 'njos^j- \ Zl=LJ JZOiOZ - Ol oz Oh wg'^j O , - = , =y- 'OCHI^J JZ Z O ZI OZ Apa J hj'/OOSZ O hj'jOOZSOObZ O \ V^ l=aI JZOSDZ ' ZI VUOl WZ ^ ZI ' ' ' H 'l J УН'^НЪ OZ Ol \ ' J >Z OZ iiJK ' ÎN ÎNTREGIME 'h "o"U HO'^J VH'L I OII OS OL , rw, j \ ZOO - Z iOZ > IJO 'J ' IțOl, Dl tQl HZ S Z- ZbS Z ■HZOOOZ-JZOMZ agoo-eg-ogoo-eg oOl Ol lOi HO'j C A C A, C A, C A, C A, KC A, KC A, KC A, KC A, KC A Diodele Zener sunt aliaje cu difuzie de siliciu Proiectat pentru a stabiliza tensiunea în circuitele DC cu un curent minim de mA și o putere de până la W Carcasă metal-sticlă cu cabluri flexibile Tipul dispozitivului și schema de conectare a electronilor cu cablurile sunt date pe carcasă Masa diodei zener nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare o o • k sg şi ha SS maxim tipic , nom' mA Tensiune de stabilizare UCt, V: = °С С А , , , С А , , , С А , , , С А , , , С А , , , KS A , , , KS A , , , KS A , , , KS A , , , KS A , , , = °С С А , , С А , , С А , , С А , , S A , Continuare Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic a> ok i Q L a ■sz l SS ^st, nom" mA G \u d - ° C С А , , С А , , С А , С А , , С А , , KS A , , KS A , , KS A ' , KS A , , KS A , G \u d ° C KS A , , KS A ZD , KS A , KS A ^ , KS A Instabilitate temporară și tensiune iiya stabilizare b,,%; - , , Lzt nom Coeficient de temperatură iaprya- raportul de stabilizare ag, %/°C: CT S A, S A, KS A, KS A, S A, KS A - , Rezistență diferențială Gst Ohm: T = °С С А Ist nom S A S A, KS A S A X A, KS A KS A, KS A KS A S A, S A, KS A, KS A, S A, KS A S A, KS A S A, KS A G=- °С KS A, KS A KS A S A S A S A, KS A S A , S A, KS A , Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim ^st,nom> mA = °С KS A, KS A KS A KS A KS A = °С S A S A S A S A S A Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare, mA Curent de stabilizare constant maxim, mA: \u d - -g + ° С С А С А С А С А С А T \u d - \u d + ° С KS A KS A KS A KS A KS A = °C KS A KS A KS A KS A KS A treizeci = °С С А С А С А С А С А Curentul de impuls de suprasarcină unică la ti= s în interval de min, mA: = °С KS A KS A KS A KS A KS A Putere disipată, W: T \u d - - + ° С С А, С А, С А, S A, S A T \u d - - + ° С KS A, KS A, KS A, KS A, KS A T= °C KS A, KS A, KS A, KS A, KS A Т= °С С А, С А, С А, С А, С А Temperatura ambiantă, °С: S A, S A, S A, S A, S A - -+ KS A, KS A, KS A, KS A, KS A - -+ Note: În intervalul de temperatură de - °C pentru KS A, KS A, KS A, KS A, KS A și - °C pentru S A, S A, S A, S A, S A, puterea maximă de stabilizare a curentului și stabilizarea disp liniar Distanța minimă a punctului de lipit față de corp sau partea turtită a tubului este de cel puțin mm Este permisă îndoirea cablurilor la o distanță de cel puțin mm de corp sau partea turtită a tubului cu o rază de îndoire de cel puțin , mm - , - , - , I", mA - , %• Coeficient de temperatură a tensiunii de stabilizare a și °C: -' + S A, KS A S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, KS A, , KS A, KS A, KS A, KS A, KS A , Rezistență diferențială GST, Ohm: = °С С А, С А, С А, S A, S A, S A, KS A, KS A, KS A, KS A, KS A, KS A S A, KS A S A S A T = - 'C S A, S A, S A, S A, S A, S A, KS A, KC I A, KS A, KS A, KS A, KS A S A S A, KS A Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim /st, mA S A S A = °C KS A, KS A, X A, KS A X A, KS A, KS A = °C S A, S A, S A, S A S A, S A, S A S A S A S A Rezistență diferențială Gst, Ohm: S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, KS A, KS A, KS A, KS A KS A KS A, KS A, S A Tensiune DC direct I/Pr, ÎN Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare, mA Curent de stabilizare constant maxim, mA: =- - + °С С А С А С А С А С А \u d - - + ° С KS A KS A KS A KS A = °C KS A KS A KS A KS A C A C A C A C A C A KS A KS A KS A KS A KS A , KS A C A = °C C A C A C A C A С А С А С А С А C A C A =- -+ °C, r = Pa C A C A C A , C A C A , C A C A , C A C A , C A = °C, r - Pa C A C A С А С А С А С А С А С А S A S A Curent direct direct, mA Putere disipată, W: Т=- - + °C C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A T= - - + "C KC A, KC A, KC A, KC A, KC A, KC A, KC A I G= °C KC A, KC A, KC A, KC A, KC A, KC A "= °C C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A , G \u d - - + ° C, p \u d Pa C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A, C A , G= ohm: T' = °C S A, KS A , S A, KS A S A, KS A , T = - °C S A, KS A / , S A, KS A S A, KS A , Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim maxim 'Sf mA = °C S A, KS A grădina zoologică , S A, KS A , S A, KS A , = °C S A, KS A S A, KS A S A, KS A Tensiune directă DC V Ppr, Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare la = - - + ° С, /> = - Pa, mA Curent maxim de stabilizare, mA: T \u d - - + ° С S A, K S A, S A, K S A S A, KS A = °C S A, K S A S A, KS A S O A, KS A \u d - - + ° С, p \u d Pa С А S A С А - \u d ° C, p \u d Pa С А S A, S A Curent direct direct, mA Putere disipată, W: \u d - - + ° С = 'С T \u d - - + ° С, p \u d Pa C A, C A, C A , \u d ° C, p \u d Pa C A, C A, C A Note: În intervalul de temperatură de - °C, puterea maximă admisibilă și curenții de stabilizare constantă se modifică liniar În intervalul de presiune de la la Pa, puterea maximă admisibilă de disipare și curenții de stabilizare constantă se modifică liniar Trecerea curentului continuu prin dioda zener este permisă numai în timpul tranzitorii Se permite îndoirea cablurilor la o distanță de cel puțin mm de corp și partea turtită a tubului, ambalarea la o distanță de minim mm Conectarea în paralel a diodelor zener este permisă, cu condiția ca curentul de stabilizare care trece prin fiecare diodă zener să fie în limitele admise Este permisă conexiunea în serie a oricărui număr de diode Zener g", Ohm \J= BC 'C- C A - \J C A X О ZІ", MA ,Z t , , X A - X A KS A - KS A W wl * ^ Tensiunea de stabilizare Uct, V KS A KS A , , KS A , , KS A Coeficientul de temperatură al tensiunii de stabilizare barză %/°c , 'st, NOM Rezistență diferențială Gst Ohm: = °С KS A KS A KS A KS A G \u d - h - + ° С KS A KS A KS A KS A Tensiune DC directă d c c , V DC curent invers , mA , ( , U ST, rangă) Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare, mA: KS A, KS A KS A KS A Curent maxim de stabilizare, mA: Goth - la Gk = + °С KS A KS A KS A KS A Т= °С KS A KS A KS A KS A Curent direct direct, A Suprasarcină curent de stabilizare timp de s, mA: KS A KS A KS A KS A Putere disipată, W: Т de la - la Т,,= + °С Тk= °С Temperatura mediului, °C de la - la Т" = + ] C A, C A, C A, C A Diode zener din aliaj de siliciu Proiectat pentru a stabiliza tensiunea în circuitele de curent continuu cu un curent de stabilizare minim de , mA și putere până la "" " sunt lansate intr-o carcasa sticla-metal cu cele rigide Tipul instrumentului este indicat pe carcasa Greutatea diodei zener nu este mai mare de g W Voi-inferențe Final Parametru Sens Oh Oh' □ {Q " X (r) d O O L S K i £ la X și L SS Modul de măsurare st, mA Instabilitatea temporară a tensiunii de stabilizare %: Sf, S A, S A S A, S A Coeficientul de temperatură al tensiunii de stabilizare a,, la \u d st, \u d - - + vС,% / ° С: S A S A S A S A Rezistență diferențială Gst, Ohm: = °С S A S A S A S A = °С S A S A S A S A \u d - și + 'C S A S A S A S A Tensiune directă constantă £ pr, Tensiune inversă constantă C'obr, V: S A S A S A S A , , , , , , , , , , Limitarea datelor de performanță: Curent minim de stabilizare, mA: S A, S A S A, S A Curent maxim de stabilizare, mA- T \u d - - + ° С S OA C A C A C A Г= °С S A S A S A С А Curent direct direct, A Stabilizare la supracurent timp de s, mA: G \u d -g + ° С S A S A S A S A Тн = °С С А S A S A S A Putere disipată, W: T \u d - -? - + ° С G= °C Temperatura de tranziție, °С Temperatura carcasei, °С Temperatura mediului, °C - -+ Note: În intervalul de temperatură - °C, și cor- Când puterea maximă admisibilă de disipare și curenții de stabilizare sunt reduse liniar În timpul funcționării, dioda zener trebuie montată pe un radiator care să asigure că temperatura carcasei nu depășește ° C La atașarea diodelor zener la radiatorul, cuplul de strângere ar trebui să fie de - , Nm Este strict interzisă în timpul instalării aplicarea unei forțe care depășește , N la terminalul catodic al diodei zener Lipirea trebuie efectuată la o distanță de cel puțin mm de corp timp de cel mult s la o temperatură a vârfului fierului de lipit de cel mult °C Este permisă conexiunea în serie a oricărui număr de diode zener Conectarea în paralel a diodelor Zener este permisă cu condiția ca puterea totală disipată a tuturor diodelor Zener conectate în paralel să nu depășească puterea de disipare admisă pentru o diodă Zener Secțiunea a opta Diode cu microunde A A, A OZB Diode de comutare din aliaj de siliciu Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare p-i-p Proiectat pentru a funcționa în comutatoare, modulatoare, defazatoare, atenuatoare de lungimi de undă centimetrice și decimetrice Fără rame, cu fire dure Denumirea tipului este dată pe ambalajul individual Greutatea diodei nu mai mult de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim ^pd' mW 'pr' mA Tensiune directă t / Dp la ' = - -g- + ° C, V Rezistență la pierdere directă , GPR la f- GHz, Ohm: > А А A B Rezistență la pierdere GPR direct la f= GHz, Ω Timp de recuperare direct > /voe pr la /= GHz, µs > Timp de recuperare invers /re, revenire la /= GHz, µs > Capacitate de tranziție Sper la f = GHz, pF: А А , , A B , , Limitarea datelor de performanță: Putere disipată în timpul expunerii prelungite wii, w Disiparea puterii impulsului în linie cu Ц = Ohm pentru expunere lungă, kW Temperatura de tranziție, °С Temperatura ambiantă, 'C - - - + Note: Când montați dioda în dispozitiv, lipirea și fluxul nu au voie să curgă pe suprafața laterală a cristalului Lipirea cu diode trebuie efectuată la o temperatură care să nu depășească ° C, folosind orice lipire moale Este necesar să se ia măsuri pentru a preveni deteriorarea diodelor din cauza descărcărilor de electricitate statică, a curenților de scurgere din surse de tensiune străine Polaritatea diodelor este determinată de tester Când o diodă este conectată la o linie cu o impedanță de undă diferită de Ohm, disiparea de putere admisibilă a impulsului este determinată de formula ^ras and" ^ras, n piah- A A, A B, A V Diode de comutare din aliaj de siliciu Muncă- Care element al unei diode este o structură semiconductoare tip tur p-i-r-i-p Conceput pentru a funcționa în întrerupătoare, modulatoare, defazatoare, atenuatoare de lungimi de undă centimetrice și decimetrice în echipamente sigilate Fără rame, cu cabluri flexibile Denumirea tipului și schema de conectare a electrozilor cu cabluri sunt date pe recipientul individual Greutatea diodei mai mică de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim RPD-pW 'pr' mA Pierdere de transmisie L" la / = - , GHz, dB: > = °С A A, A O B , A V T = - - + ° С , A A, A B , A V , Blocarea pierderilor L la / \u d - , GHz, dB-\u e А А A B, A V Timp de recuperare inversă /voe, arr ia / = - , GHz, ISS > Timp de recuperare directă /" os, la u a / = - , GHz, µs > Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde incidentă pulsată în linie cu Nu= ohmi, ti= µs și Q= , kW: Ipr = mA în ghid de undă în formă de H și linii de bandă în golul rezonant /pr \u d mA Putere disipată, W Tensiune inversă constantă, V Temperatura mediului, °C - -+ Note: Este permisă expunerea la temperatura ambiantă de °C timp de de minute Pierderile de blocare sunt practic neschimbate în intervalul de temperatură - - + ° С La montarea diodelor, scurgerile de lipire și suprafețele lor laterale nu sunt permise Diodele de lipit în timpul instalării trebuie efectuate la o temperatură care să nu depășească °C Două sau trei lipirea scurtă a diodelor este permisă La instalarea diodelor în echipamente, este interzis să îndoiți cablul la o distanță mai mică de mm de bază și să aplicați o forță de tracțiune pe cablu mai mare de N Când o diodă este conectată la o linie cu o impedanță a undei alta decât Ohm, puterea permisă a microundelor în impulsuri este determinată de formula ^pd, n - ?pc și verificați A A, A B, A B, A G, A D Diode de comutare din aliaj de siliciu Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare de tip p-i-p-i-p Conceput pentru a funcționa în întrerupătoare, modulatoare, defazatoare, atenuatoare de lungime de undă centimetrică în echipamente sigilate Neîncadrat cu ieșire flexibilă Denumirea tipului este dată pe carcasă Terminal diodă pozitivă - flexibil Greutatea diodei nu este mai mare de , g pentru / A - A G și g pentru A D dec Ieșirea + V Alegerea Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim V, o I Nr o Lm; eu sunt r PD' mW PmRA Pierdere de transmisie £n, dB > = °С A A, A B pe /= Ѳ± ± MHz , A V, A G la f= ± ± MHz , A D la f = ± MHz , G=- şi ± °C , Pierdere de blocare GBP, dB: > А А la f= ± MHz A B la f= ± MHz А В ia f= ± MHz А Г ia f= ± MHz A D la f = ± MHz Timp de recuperare invers ^vos, arr> ms: A A, A B la f= ± ± MHz A V, A G la f= ± ± MHz Timp de recuperare directă ^sun, nr, ms: > A O A, A B la f = ± ± MHz A O V, A G pe /= ± ± MHz Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde în impuls în linie cu Nr = Ohm la Ti = µs și Q = , kW: inc \u d , /pr = mA (c) Putere disipată, W Tensiune inversă constantă, V Temperatura mediului, °C - -+ Note: Este permisă reglarea frecvenței diodelor A A, A B până la MHz, A V, A G până la MHz, A D până la MHz Este permisă expunerea pe termen scurt la o temperatură ambientală de °C timp de mts Este permisă lipirea diodelor în dispozitive la o temperatură care nu depășește °C timp de min Este permisă lipirea de două sau trei ori a diodelor Pierderile de blocare în intervalul de temperatură - -? + ° C rămân practic neschimbate Când instalați diode în echipamente, este strict interzis să îndoiți cablul la o distanță mai mică de , mm de bază și să aplicați o forță de tracțiune pe cablu mai mare de , N Când o diodă este conectată la o linie cu o impedanță a undei alta decât Ohm, puterea permisă a microundelor în impulsuri este determinată de formula Anul și Anul și tah- * A A, A B, KA A, KA B, KA V Diode de comutare epitaxiale din siliciu Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare p-i-p Sunt destinate lucrului în dispozitive de comutare de intervale de centimetri și decimetri de lungimi de voință Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Indicați denumirea tipului^ pe etichetă Diodele sunt marcate cu un cod de culoare: A A, KA A - un punct negru, A B, KA B - un punct galben, KA V - două puncte roșii Polaritatea pozitivă este pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim £ S Et d O, /pr mA (Vobr-V) Frecvența critică fKp ia = cm, GHz: ( ) = °С A A, A B, KA A, KA B KA V Т=- și + °С A A, A B, KA A, KA B Sarcina acumulată QHK, nC Rezistența la pierderi directe gp₽ per = cm, Ohm: A A, A B, KA A, KA B KA V Capacitate totală Sd, pF' ( ) A A, A B, KA A, KA B , , KA V , , Capacitatea carcasei Viteză, pF , , Limitarea datelor de performanță: Putere disipată, W: T \u d - - - ° С '= °C Tensiune inversă constantă, V , Tensiune inversă instantanee, V: А А, КА А A B, KA B, KA V Curent direct direct, mA Temperatura ambiantă, "С - - - Notă Inductanța estimată a diodei £n = , nHz Capacitatea totală a diodei nu depinde în intervalul de microunde de tensiunea inversă (de la zero la valoarea maximă admisă a tensiunii) P St rpgc mcx,v A A, A KA A, KA B ' - - + + G, "C A A, A ' KA A, KA V - І^ІOOMA ^= OM Aproximativ A A, A B KA A, KA - la /y Aproximativ VO Inț,MA А О А А Б КА А КА О В - ^, A A- , KA A- Diode de siliciu, create pe baza tehnologiei ionice, comutare Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare de tip p-i-p-i-p Proiectat pentru funcționarea în comutatoare, modulatoare, defazatoare, atenuatoare de lungime de undă centimetrică și decimetrică în echipamente sigilate Fără rame, cu cabluri flexibile Denumirea tipului este dată pe ambalajul individual Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim SI rt da + °C Când o diodă este conectată la o linie a cărei impedanță a undei diferă de Ohm, puterea microundelor incidente în impulsuri este determinată de formula A A- , A B- Diode de comutare din aliaj de siliciu Elementul de lucru al fundului este o structură semiconductoare de tip p-i-p Conceput pentru funcționarea în comutatoare și schimbătoare de fază ale părții decimetrice și de undă lungă din intervalul de lungimi de undă centimetrice în echipamente sigilate Dezambalat cu fire dure Denumirea tipului este imprimată pe borna cu polaritate negativă Greutatea diodei nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim 'S a ^q CQ b oh oh Calitatea diodei la nivel de putere ridicat Q" Calitatea diodei la putere redusă nivel de putere QB: T \u d - - + ° С \u d ° С Tensiune DC direct Ppr, V , , Rezistență la pierdere directă Gpr prn T \u d - * " - ° С, Ohm , Capacitate totală SL la f= = MHz, g?F Timp de recuperare inversă , , NIA /voe, arr, ISS Timp de recuperare directă /voe, pr" MKS Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă constantă, V - - Curent direct direct, mA , - , - , Curent invers CC la /O (ip = V, µA Curent invers al impulsului, mA Putere disipată continuă cu microunde, W Temperatura de tranziție, °С Temperatura mediului, °C - + Note: Nu este permisă aplicarea unei forțe de compresiune mai mare de N de-a lungul axei longitudinale a diodei Capacitatea totală a diodei, măsurată în camera diodei la un nivel scăzut de putere a microundelor, este de , - , pF -" Z /Z - Z/ Z/ - , OASJZS-h- A A- , A B- , KA A- , KA B- Diode de comutare din silicon cu joncțiuni bazate pe tehnologie ionică Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare de tip p-i-p-i-p Conceput pentru a funcționa în întrerupătoare absorbante în intervalul de , - cm în echipamente sigilate Fără rame, cu cabluri flexibile Denumirea tipului este dată pe ambalaj Masa diodelor A A- , KA A- nu este mai mare de , g, A B- , KA B- nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim O 'fO ^, I A - - + + + , °С А А- Comutare diodă din aliaj de siliciu Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare p-i-p Conceput pentru a funcționa în întrerupătoare, modulatoare, defazatoare, atenuatoare de lungimi de undă centimetrice și decimetrice în echipamente sigilate Fără rame, cu fire dure Denumirea tipului este dată pe ambalaj Polaritatea este determinată de tester Greutatea diodei nu este mai mare de , g Concluzia Concluzia Concluzia ConcluzieI Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim £ S k □ o b> a • * " Frecvența critică fKp, GHz Rezistență la pierdere directă gpr, Ohm: \u d ° С G \u d - ~ - ° С , Rezistență la pierdere directă gpr la f = GHz, Ω Timp de recuperare direct " br la f=l, GHz, ms: А А- A B- Timp de recuperare directă /pos, ir la f=l GHz, ms: A A- A B- Inductanță Ln la f~ GHz, hH , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă constantă, V Curent direct direct, mA Putere cu microunde disipată în impuls, kW Temperatura de tranziție, °С Temperatura ambiantă, ° С - + Note: Diodele sunt atașate la un suport metalic cilindric Contactul de-a lungul suprafeței cilindrice trebuie să asigure îndepărtarea căldurii, astfel încât în orice condiții temperatura de pe suport să nu depășească °C Nu sunt permise forțele mecanice asupra stratului izolator al cristalului Forța de apăsare a contactului nu este mai mare de Q N Nu este permisă aplicarea unei forțe de compresie mai mare de N de-a lungul axei longitudinale a diodei A A, KA A, KA B Diode de comutare epitaxiale din siliciu Elementul de lucru al diodei este o structură semiconductoare p-i-p Proiectat pentru funcționarea în dispozitive de comutare cu intervale de lungimi de undă în centimetri și decimetri Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe etichetă Polaritatea pozitivă este pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g OUT V vyvovg Parametrii electrici Parametru Sens Modul de măsurare mW Frecvența critică fKp, GHz Frecvența critică f"p la Х= cm, GHz: ( ) ( ) G \u d - \u d - "C \u d ° С Rezistență la pierdere directă Gpr, Ohm , Rezistența la pierdere directă g"r la L \u d cm, Ohm: T \u d - \u d - ° С , \u d ° С Sarcina acumulată QBK, nC Capacitate totală Cd per X = ( ) = cm, pF , , ( ) Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde incidentă în impulsuri la Ti Ohm Capacitate totală Cd la f = = MHz, pF Sarcina acumulată QnK, nC: = °С Т= °С G = - °C Tensiune de avarie PtsRob, V Inductanță La, nH ( ) Limitarea datelor de performanță: Putere disipată, W: T de la - la GK = + ° С Г"= °С Putere disipată în impuls la ti= μs, kW: T de la - la TK = + ° С TC = °С ' Tensiune inversă constantă, V Tensiune instantanee, V Curent direct direct, mA Temperatura ambiantă de la - °С până la Г= °С Note: Puterea disipată și disipată în impulsuri în intervalul de temperatură pe corp de - °C se modifică conform unei legi liniare Puterea disipată medie nu trebuie să depășească valorile disipării puterii Se recomandă lipirea cablurilor diodei cu lipit moale, de exemplu, POSK- - (GOST - ) sau alte lipituri care dizolvă ușor stratul de aur Temperatura de lipit nu este mai mare de °C timp de s Este strict interzisă spălarea diodei într-un amestec alcool-benzină - Se recomandă fixarea diodei pe placa radiatorului (radiator) cu o piuliță M ; în acest caz, neplaneitatea suprafeței radiatorului ar trebui să fie de , mm Clasa de curățenie a suprafeței nu este mai slabă de , Capacitatea totală a diodei nu depinde de tensiunea inversă constantă în domeniul microundelor - (de la zero la valoarea maximă admisă) * KA A Dioda de comutare epitaxiala din siliciu Este destinat lucrului în dispozitive de comutare din gama de lungimi a undelor de microunde Produs într-o carcasă ceramică-metală cu fire dure Denumirea tipului este dată pe inserție, care, împreună cu dioda, este plasată într-un recipient individual Dioda este marcată cu puncte colorate - două negre și unul roșu Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Concluzia Vybodg Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim | nas : tipic i maxim eu Frecvența critică fKp GHz Rezistenta la pierderi directe Gpr Ohm , Capacitatea totală Sd la /' = = MHz pF Sarcina acumulată Q,H nC: = -? + °С = °С Tensiune de testare (L rob, V Inductanță Ln pGp , ( ) Limitarea datelor de performanță: Putere disipată, V g: T de la -СО la Hz = - °С ,,= ' Putere disipată în impuls la tn = ms, Qi> , kW: T de la - (ІО la 'і; \u d - ° С ,= °C Tensiune inversă constantă, V Tensiune instantanee, V [OOO Curent continuu direct, mA Temperatura ambiantă og- °С până la ', =- + °С De asemenea, am remarcat: Puterea disipată și disipată în impulsuri în intervalul de temperatură de - °C pe carcasă se schimbă conform unui model liniar Este permisă lipirea cablurilor de diodă cu lipire moale, de exemplu, POSK- - (GOST - ) sau altele care dizolvă ușor stratul de aur, la o temperatură de ° C timp de s Este interzisă spălarea diodei într-un amestec alcool-benzină Valoarea permisă a potențialului static ns mai mare de V A A, A B, A B, A G, A D, KA A, KA B, KA B, KA G, KA Dg KA E Diode multiplicatoare epitaxiale plane din siliciu Proiectat pentru funcționarea în multiplicatori de frecvență cu microunde Sunt produse într-o carcasă ceramică-metalică cu cabluri rigide Desemnarea tipului și schema de conectare a electrozilor cu fire sunt date pe corp Greutatea diodei nu este mai mare de , g Concluzia ȘI Concluzia Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare ss = S O maxim ^arr* B Frecvență de limitare/limită, GHz: А А, КА А la f = GHz n A B, KA B la f = GHz A V, KA V la f = GHz A G, KA G la f = GHz A D, KA D la f = GHz KL E ia f = GHz Capacitate totală CD la f= MHz, pF: А А, КА А , , A B, KA B , , A V, KA V , , A G, KA G , , A D, KA D KA E , , Capacitatea carcasei SKOr, pF , , Tensiune de avarie Dtsrob la T = - - - °C, V': A V, A G, KL V, KA G A D, KA D KA E În modul de măsurare Zoțj = I µA Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde disipată continuă, W: t de la - la Ti = ~ °С A A, KL A A B, KA B A V, KA V L G, KA O G , A D, KA D, KA E , '"= °С A A, KA L A B, KA B A V, KA V A G, KA G A D, KA D, KA E Tensiune de avarie, V: A A, A B, KA A, KA B A V, A G, KA V, KA G A D, KA D КА Е Temperatura mediului, °C de la - la Tk = + Note: Este interzis: aruncarea diodei; lucrați cu o cameră de diodă neîmpământată și neconectată la corpul dispozitivului; lăsați și transportați dispozitivele de inginerie radio cu diode introduse în ele dacă există conductori liberi atașați la camera diodei, care pot accepta sarcini electrice; includeți diode în dispozitiv prin lipire Valoarea permisă a potențialului static V VO - - + + T,'C oio, v A A, A B Diode multiplicatoare epitaxiale din silicon mesa Conceput pentru funcționarea în multiplicatoare de frecvență în domeniul lungimii de undă de cm Sunt produse într-o carcasă ceramică-metală cu cabluri tari Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Diodele sunt marcate cu un cod de culoare; A A, A B - un punct alb Polaritatea pozitivă este pe partea pinului Masa diodei A A nu este mai mare de , g, A B nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim £ h k r at T=- =+ °C, pA Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde disipată continuă, W: T de la - la T'k \u d + ° С A A, KA A A B, KA B, KA V Гк= °С A A, KA A A B, KA B, KA V 'k = °C A A, KA A A B, KA B, KA V Tensiune inversă constantă, V Temperatura de tranziție, °С Temperatura mediului, °C , , , , , treizeci de la - la Tk = + Notă Este interzis: aruncarea diodelor; lucrați cu o cameră de diode neîmpământată și neconectată la corpul dispozitivului; lăsați și transportați dispozitivele radio cu diode introduse în ele dacă există conductori liberi atașați la camera diodelor, care pot prelua sarcini electrice ZD D, AD A Diode cu arsenidogaliu Proiectat pentru a funcționa în intervalul de lungimi de undă de cm și mai mult Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Greutatea diodei nu este mai mare de , g dispozitive multiplicatoare de frecvență cu multiplicare epitaxială mesa Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare £ th SS F ) = o S EU maxim iobR' In o o X ss l ss x * â yu Yu o a K dracu S ^d Limitare frecvență / limită activată / = = GHz, GHz - A A, A B, KA A, KA B * KA V Capacitate totală Xia la / \u d MHz, pF- А А, КА А , , L B, KA B , , K A V , , Capacitate de joncțiune Sper, pF , , Ora de oprire /pkl, ns: A A, A B, KA A, KA B , * , KA V , * , Durata de viață efectivă a purtătorilor de sarcină neechilibrați Tff, ns: А А, КА А * A B, KA B * Curent invers constant / arr, uA: T \u d - \u d + ° С = °С Oh ( ) ( ) Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde disipată continuă, W: Т de la - la Т'" = + °С А А, КА А A B, KA B, KA V ț °С " A A, KA A A B, KA B, KA V Tensiune inversă constantă, V: G de la - la Gk \u d + p, μA: , , Т=- și + °С KA A KA B G= °С KA A KA B Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde disipată continuă, W: G \u d - - + ° С KA A KA B T'= °С КА А KA B Tensiune inversă constantă, V: КА А KA B Temperatura de tranziție, ° С Temperatura mediului, °C - -+ Note: Este interzisă includerea diodelor în dispozitiv prin lipire Este permisă atașarea foliei de aur cu o secțiune transversală de cel mult , X , mm la electrodul pozitiv prin sudare în puncte Timpul de sudare nu este mai mare de , s, curentul maxim de sudare nu este mai mare de A Puterea maximă admisibilă a microundelor disipate continue este garantată atunci când se utilizează un radiator cu o rezistență termică de cel mult °C/W Doar" K A A KA - \kA KA A DESPRE' - - - + + + A L, A B, KA A, KA B Diode multiplicatoare de difuzie de siliciu Conceput pentru funcționarea în multiplicatori de frecvență a intervalelor de metri și decimetri de lungimi de undă, vă permit să creați în aceste intervale de multiplicatori de bandă largă cu D / = % cu o eficiență de până la % Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe etichetă Marcat cu un cod de culoare: A A, KA A - punct albastru, A B, KA B - punct roșu Terminalul pozitiv este pe partea laterală a capacului diodei Greutatea diodei nu este mai mare de g ieșire ȘI Concluzie? Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare II mini-: mic i maxim Frecvența limită fnpea la f= = GHz, GHz: А А, КА А * A B, KA B * Capacitate totală Sd la f - - MHz, pF А А, КА А A B, KA B Capacitate de joncțiune Sper, pF , Inductanța Gp la f= GHz, nH Timp de oprire* /off t, ns Durata de viață efectivă inegală purtători de greutate* TEFF, ns Curent invers direct /ovr Prn = °C, μA А А, КА А , * A B, KA B T=- și + °С , * А А, КА А * A B, KA B * Limitarea datelor de performanță: Putere cu microunde disipată continuă, W: T = - - + ° С (GkС ° С) А А, КА А A B, KA B G \u d 'C (Tk ^ , OS) А А, КА А A B, KA B Tensiune inversă constantă, V: А А, КА А A B, KA B Tranziție rezistență termică - mediu, 'С / W Temperatura ambiantă, "С - - + Note: Este permisă lipirea cu diode Lipirea trebuie efectuată cu un fier de lipit împământat, cu o temperatură de încălzire de cel mult ° C timp de secunde Nu sunt permise mai mult de trei lipiri Este interzis: îndepărtarea și instalarea diodei în camera de diode cu puterea de intrare a microundelor; furnizarea de putere a microundelor în absența tensiunii de polarizare inversă și a radiatorului cu rezistență termică mai mică de 'C/W; utilizați fluxuri active de lipire care distrug designul diodelor A A, ZA OZB, AA A, AA B Diode arsenidogallium epitaxiale pe generatorul de efect Gunn Proiectat pentru funcționarea în generatoare de lungime de undă centimetrică Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe carcasă Terminalul negativ este situat pe partea laterală a capacului Masa fundului nu este mai mare de , g Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim "rev, V ('pr mA) Putere minimă de ieșire continuă cu microunde Pout mm la una dintre frecvențele din intervalul , - , GHz, mW: , A A, AA A ZA OZB, AA B Curentul de funcționare constant al diodei Gunn /rG, mA: , = °С A A, AA A ZA OZB, AA B T = - °C A A, AA A ZA OZB, AA B T = °С A A, AA A ZA OZB, AA B Rezistența diodei Gunn g p, Ohm (Yu) Inductanță Ap, iGN Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Temperatura carcasei, ° С Temperatura ambiantă, °С - -+ Notă Proiectarea cablurilor circuitului de polarizare trebuie să asigure o disipare fiabilă a căldurii de la conductorul pozitiv al diodei, o tensiune de alimentare netedă a diodei sau să asigure un circuit de protecție care protejează dioda de supratensiuni Cablurile de lipit nu sunt permise Se recomandă fixarea cu mâner a diodelor în rezonator A A, ZA B, AA A, AA B Diode arsenidogallium epitaxiale pe generatorul de efect Gunn Proiectat pentru a genera oscilații în intervalul de lungimi de undă în centimetri Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe carcasă Terminalul negativ este situat pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Pin Locație de marcare Pin alegerea Concluzie Parametrii electrici Modul de măsurare a valorii Parametrul minim O) o S la * I S "arr (r) ('pr mA) Putere de ieșire continuă minimă Poutpnp la un interval de frecvență , - , GHz, mW: ZA A, AA A ZA B, AA B Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim Uobr- In (^Pr' Curentul de funcționare constant al diodei Gunn ІrG, mA: Т- °С ZA A, AA A ZA B, AA B = °С ZA A, AA A ZA B, AA B =- °C ZA A, AA A ZA B, AA B ■Rezistența diodei Gunn g g, Ohm ( ) Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Putere disipată, W: =- °C ZA A, AA A ZA B, AA B = °С ZA A, AA A ZA A, AA B = °С ZA A, AA A ZA B, AA B Temperatura mediului, °C - = - Temperatura carcasei, ° С A A, A B, A B, A G Diode generatoare de avalanșă mesa-difuzie din siliciu Conceput pentru funcționarea în generatoare și amplificatoare cu o gamă de lungimi de undă de cm Sunt produse într-o carcasă ceramică-metalică cu cabluri tari Denumirea tipului este dată pe containerul returnabil Diodele sunt marcate cu un semn colorat la capătul pinului : A A - punct roșu, A B - punct alb, A V - punct negru, A G - punct albastru Greutatea diodei nu este mai mare de , g ■ Ieșirea ieșire Concluzia Concluzie? Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim Uobr, V (/rev "A) Putere continuă de ieșire minimă Routtip prn curent de funcționare /r lpd în intervalul de frecvență de funcționare, mW: A A, A B A V, A G Gama de frecvență de funcționare L / r, GHz: A A, A V , A B, A G , Curent de funcționare constant LPD /rlpd mA Tensiune de lucru C,lpd> V CAPACITATE Structuri* Cstr, pF , , ^prob Capacitate structurală* Ccon, pF , , Inductanţă* Ln, nH , , Eficiență* , T] % Putere de zgomot Densitate spectrală* S în bandă de Hz la distanță de kHz de purtătoare, dB: modulație AM la modulație de frecvență Tensiune de rupere (cadouri, V Aproximativ Aproximativ Limitarea datelor de performanță: Curent de funcționare constant LPD, mA: Гк= °С Р Тk=- °С , /r Gk \u d <> С , / r Temperatura de tranziție, °С Tranziție de rezistență termică - caz, °С/W - Temperatura carcasei, °С - -+ Note Valoarea curentului de funcționare al diodei este indicată pe recipientul individual Curentul maxim admisibil de funcționare [mA] la o temperatură a carcasei de - °C este determinat de formula , 'mpax ( °C)( -Tn) /max ■ În timpul funcționării, trebuie să se asigure un contact termic sigur de-a lungul suprafeței laterale a ieșirii Rezistența termică a ieșirii - carcasa rezonatorului nu este mai mare de °C / W Este permisă lipirea ieșirii prn la o temperatură care nu depășește ° C timp de secunde Alimentarea diodei este permisă numai de la o sursă cu o rezistență internă de cel puțin kOhm Sursa de alimentare a diodei nu trebuie să dea măcar supratensiuni de curent pe termen scurt (de ordinul a câteva microsecunde) care depășesc valoarea de funcționare cu mai mult de % și ar trebui să aibă protecție împotriva întreruperilor circuitului de alimentare a diodei cu un timp de răspuns de cel mult , μs Este interzisă funcționarea diodelor în modul pulsat AA A, AA B, AA B, AA Gg AA D, AA E, AA ZH, AA I, AA K Funduri de arsen-galiu cu o barieră Schottky, generatoare de avalanșă Proiectate pentru funcționarea în generatoare și amplificatoare în intervalele de lungimi de undă de și cm Sunt produse într-o carcasă ceramică-metală cu cabluri tari Tipul de diodă este indicat pe etichetă Diodele sunt marcate cu un punct colorat la capătul terminalului negativ: AA A - roșu, AA B - alb, AA V - negru, AA G - albastru, AA D - verde, AA E - galben, AA ZH - maro, AA I - albastru, AA K Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim și th "arr (; pr, mA) U l sunt cu s S Puterea de ieșire continuă Рsykh în domeniul de frecvență de funcționare, W: LA A , * - AL B , * - AL V , * - AA G, AA D , , * - LL E , , * - АА Ж , , * - LA I , , * - AL K , , * - Zona ADN de lucru a frecvențelor Afp, ГІ'ц: AA L AL ZH , , AL B, AA I , , LA V, AA K , , AA G , , AA D , , AA E , , Curent de operare constant LPD/rdpd, mA AA A - AA B - AA B - AL G - AA D - AA E - AA ZH - AA I t> - AA K - Eficiență* II, %• DA A AA B, AA O V AA G, AA D și AA E AA J AA I, AA K Capacitate totală* С ,, pF: AA A, AA B, AA V , , AA G, LA D, AA E , , AA Zh, AL I, AA K Capacitate carcasă* Viteză, pF Inductanță* Ln, nGi Tensiune de rupere Ulir,,>n, V: , , , , ( ) D = °C AA A, AA Zh AA B, AA I Final Modul de măsurare a valorii Parametru o • g o S i "arr B Sunt cu; S L Q L I "= GO w (Lir mA) AA V, AA K AA G, AA D AA E = °C AA A, AA ZH AA B, AA I AA V, AA K AA G, AA D A E = - °C AA A, AA ZH A B, AA I A V, AA K A G, AA D A E Limitarea datelor de performanță: Curent de operare constant LPD, mA Temperatura de tranziție, °С Temperatura ambiantă, °С de la - la n = + Note: Valoarea curentului constant de funcționare este indicată în cuponul individual Tranziție de rezistență termică - carcasă pentru AA A - AA V - ° C / W, pentru AA G - AA E - ° C / W, pentru AA Zh - AA I, AA K - ° C / W Rezistența termică a carcasei - rezonatorul din partea laterală a electrodului negativ nu trebuie să fie mai mare de , ° C / W Diodele trebuie utilizate cu o sursă de alimentare cu o rezistență diferențială internă mai mare de kOhm și o capacitate de cel mult pF Atunci când diodele sunt utilizate în generatoare și amplificatoare, se recomandă alimentarea cu energie printr-un filtru trece-jos, care include o rezistență de stabilizare de ohmi sau o rezistență de - ohmi cu un choke conectat în paralel Capacitatea filtrului nu trebuie să depășească pF ^de mm min > ^ cu min IA Al la / // /V/ O , , , ^de min AA A, AA B, AA B, AA G, AA D, AA E, AA ZH, AA I, AA K, AA L, AA M Diode arsenidogalium mesa-epitaxiale pe generatorul de efect Gunn Proiectat pentru funcționarea în generatoare de lungime de undă centimetrică Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim maxim "retur V ('pr, mA) Putere de ieșire continuă minimă Рouttip în intervalul de frecvență de funcționare, mW (mod de generare): AA A, AA V, AA E, AA K * , AA B, AA G, AA J, AA L * AA D, DA I, AA M * Gama de frecvență de operare, GHz: AA A, AA B , AA -AA D AA E, AA Zh, AA I , AA K- AA M , Tubul de lucru al diodei Gunn Ir g A: AA A, AA V, AA E, AA K , * , , AA B, AA G, AA Zh, AA L , * , AA D, AA I, AA M , * , Rezistența diodei Gunn gg Ohm: Г= °С , , , ( ± ) '= °С G= °C , Factorul de eficiență t), % Inductanță L", nH , , Capacitatea carcasei SKOr, pF , Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Temperatura carcasei (terminal negativ), °С Temperatura structurii, °С Temperatura mediului, °C - - - Note: Instabilitatea sursei de tensiune nu trebuie să depășească ± % Forța de compresiune nu mai mare de N AA A, AA BG AA V, AA G, AA D, AA E, AA ZH, AA I Diode mesa-epitaxiale cu arsen-galiu pe generatorul de efect Gunn Proiectat pentru funcționarea în generatoare și amplificatoare cu lungimea de undă centimetrică Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare mini și mici - tipice; max si mic "reverse in ('pr mA) Puterea de ieșire continuă minimă РВЫх mm în modul de generare în domeniul de frecvență de funcționare, mW: , AA | A, AA V, AA D, AA Zh AA B, AA G, AA E, AA I Putere de ieșire continuă * în modul de generare la una dintre frecvențele de operare Pn mW: * * , AA B, AA G, AA E, AA I Putere de ieșire continuă* Рvy g în modul de amplificare la РВІ=== mW în domeniul de frecvență de funcționare, mW: , AA B, AA G, AA E, AA I • Gama de frecvență de operare L / r, GHz: AA A, AA B AA V, AA G AA D, AA E AA Zh, AA I , Curentul de funcționare al diodei Gunn /rG, A , " , * , Rezistența diodei Gunn gg la , ( ± ) G \u d - \u d + 'C, Ohm Inductanță * Lu, nH , , * , , Capacitatea carcasei* Viteză, pF , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Temperatura carcasei, °С Temperatura ambiantă, °С - = + Note - Pentru a menține puterea minimă de ieșire la un anumit nivel, este permisă reducerea tensiunii DC la V Forța de compresiune nu mai mare de N AA A, AA B, AA B, AA G, AA D, AA E, AA ZH, AA I Diodele cu arsenidogaliu sunt diode generatoare mesa epitaxiale Proiectat pentru funcționarea în generatoare de lungime de undă centimetrică Sunt emise in carcasa ceramico-metal^ cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de ,] g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim ig o și h sb l SS "rev, V ('pr, mA) Puterea de ieșire continuă minimă Pout mm în domeniul de frecvență de funcționare, mW: AA A AA B, AA V AA G - AA Zh, AA I Gama de frecvență de operare D / r, GHz: AA A , AA B AA B AA G AA D AA E AA Zh , AA I Curent de funcționare continuu /p, A: , , AA A AA B, AL V AA G - AA Zh, AA I Rezistență dinamică rBBH, Ohm: = °C , ( ± ) AA A - AA B , AA G -AA Zh, AA I = °C , AA A-AA B , AA G -AA Zh, AA I T=- 'C , AA A -AA B , АА Г -АА Ж, АА I Inductanță Ln, nH Capacitate carcasă Viteză, pF , , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V: AA A AA B, AA V AA G - AA ZH, AA I Temperatura carcasei, °С Temperatura ambiantă,'С - - + Note: Instabilitatea sursei de tensiune nu trebuie să depășească ± % Forța de compresiune nu este mai mare de , N Zach AA A, AA A, AA A Diode arsenidogallium mesa-epitaxiale pe generatorul de efect Gunn Proiectat pentru utilizare în generatoare de lungimi de undă milimetrice și centimetrice Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Pin Pin - V- g "* -g-şi , Concluzia ieșire Parametrii electrici Mod de măsurare a valorii parametrului* minim tipic maxim Wobr > v ( pr, mA) Puterea de ieșire continuă minimă Рouttype în domeniul de frecvență de funcționare, mW = °С AA A * * AA A АА А Г = - și - °С * * , AA A AA A AA A Gama de frecvență de operare Afp, GHz: AA A , , AA A , , AA A , , Curentul de funcționare constant al diodei Gunn /rg>A AA A , * , * AA A , * , * , AA A , * , * , , Rezistența diodei Gunn gg, Ohm: G = - - - ° С АА А , , * ( -S) AA A , , * , ( -S) AA A \u d ° С , , * ( -Yu) AA A , ( -S) AA A , ( -S) AA A , ( -S) Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V: AA A AA A AA A Putere disipată, W: AA A, AA A AA A Temperatura carcasei, ° С Temperatura mediului, °C - - - Notă Forța de compresiune nu este mai mare de , N * AA A, AA A, AA A, AA A Diode arsenidogallium mezo-epitaxiale pe generatorul de efect Gania Proiectat pentru funcționarea în generatoare de lungime de undă centimetrică Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Terminal negativ - din partea laterală a capacului Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare Uobr, V ('pr mA) minim; maxim Puterea de ieșire continuă minimă РВІІ cioturi în domeniul de frecvență de funcționare la T = - - -? ° С, mW: LL A * - AL L * - AA L * - LL A * - Gama de frecvență de operare AfP GHz: AA A , , LA A , , AA A , , AL L , , Curentul de funcționare constant al fundului Gunn / rg * A: AA A * - AA A * - AA A * - АА L Rezistență inferioară Gaisha i g, Ohm: * - ( + , ) = °С AA IA, AL L AA A , AL A , = °С AA A, AA A LA A \ AA A G \u d - ° C LL A, AL A , AL A LA A , Limitarea datelor de performanță: Tensiune constantă la T - v ( pr > mA) Puterea de ieșire continuă minimă РВх mm în domeniul de frecvență de funcționare, mW AA A - AA B * * АА Г - А Е Interval de frecvență de operare Afp GHz * * AA A, AA G AA B, AA D AA B, AA E , Putere de ieșire continuă Pout la una dintre frecvențele din domeniul de funcționare, mW AA A - AA B AA G - AA E Curentul de funcționare constant al diodei Gunn /rG, A AA A - AA B , * , * , AA G - AA E , * , * Rezistența diodei Gania gg, Ohm (Yu) \u d ° С , , * = °С , , \u d - ° С , , Inductanță Ln la [= GHz, nG , Capacitatea carcasei Сі,op per [- MHz, , pF Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Temperatura carcasei, °С Temperatura ambiantă, °С H> - - - + Notă Funcționarea fundului este permisă la tensiuni de alimentare sub valoarea nominală AA A, AA B, A A V, AA G, AA D Diode arsenidogallium mesa epitaxiale pe generatorul de efect Mystery Conceput să funcționeze în generatoare cu o gamă de lungimi de undă de cm Sunt produse într-o carcasă ceramică-metală cu cabluri tari Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim ibr în ('pr, mA) Puterea de ieșire continuă minimă РВІ mm în domeniul de frecvență de funcționare, mW: AA A - AA B * * AA G, AA D Gama de frecvență de operare D/r, GHz: * * AA A, AA G , , AA B, AA D , AA V Putere de ieșire continuă* Put la una dintre frecvențele din domeniul de funcționare, mW: AA A - AA B AA G, AA D Curentul de funcționare constant al diodei Gunn /r g, A , , * Câștigă rezistența diodei gg, Ohm: (Yu) Г= °С , , * , î = °C , Т=- °С , , Inductanța La la /= , GHz, nH , Capacitatea carcasei SCOR la f= MHz, pF , Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Putere disipată, W: D= °C D= °C G=- °С Temperatura carcasei, ° С Temperatura mediului, °C - +?O AA A, AA B, AA B, AA G Diode arsenidogallium mesa-epitaxal pe generatorul de efect Gunn Proiectat pentru funcționarea în generatoare de unde milimetrice Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe containerul grupului Terminal pozitiv - pe partea laterală a capacului Greutatea diodei nu este mai mare de , g Pin Pin ~ - pin / V pin \ o o /,/ , Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim wobr, în ('pr, mA) Ieșire continuă minimă POWER RVOI mln în intervalul de frecvență de funcționare, mW: AA A * * - AA B * * - AA B * * , - , AA G * * , - , Gama de frecvență de operare Afp, GHz: AA A, AA B AA V AA G , , Puterea de ieșire continuă ЄЫі pe una dintre părți stot al domeniului de operare, mW- AA A * * AA B * * AA B * * AA G * * Curentul de funcționare constant al diodei Gunn r g> A: AA A , * , * , AA B , * , * , AA B , * , * , , - , AA G , * , * , , - , Final Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim Rezistența diodei Gunn gg prn T = - - + ° С, Ohm: ( ) AA A , , * , AA B, AA G , , * AA V , , * Inductanța Ip la f - , - GHz, nH Capacitate carcasă Viteză la f = = MHz, pF Eficiență* rj, %: , AA A, AA B , , AA B , AA G , Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V: AA A, AA B AA B AA G Temperatura carcasei, ° С Temperatura mediului, °C - + + AA A, AA B, AA B, AA G Funduri mesa-epitaxiale de arsenidogallium cu generatorul de efect Gunn Sunt destinate lucrului în generatoare de unde centimetrice și milimetrice Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu concluzii rigide Denumirea tipului este dată pe ambalajul grupului Borna pozitivă se află pe partea laterală a capacului Masa fundului nu este mai mare de , g ieșire ieșire - ieșire N ieșire Oh oh z* , Parametrii electrici Parametru Valoare Mod de măsurare minim tipic maxim Wobr în (;pr, mA) Puterea de ieșire continuă minimă Rout sp p în domeniul de frecvență de funcționare, mW: - , AA A -AA B = °С * * = 'С * * ?=- °С * * АА Г = °С Interval de frecvență de operare Afp, GHz: , * * , AA A AA B , AA B , AA G , , Puterea de ieșire continuă* Bufă la una dintre frecvențele de operare interval, mW: = °С = °С =- °С Curentul de funcționare constant al fundului Gan- , , o , - , pe r g, A rezistența diodei Gunn r> Ohm o, s , , (Yu) Inductanță Ln, hH Capacitate carcasă Viteză, pF , , Limitarea datelor de performanță: Tensiune DC, V Temperatura carcasei, °С Temperatura mediului, °C - - + Secțiunea nouă Puterea diodelor unificate D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - Diode autotractoare cu difuzie de siliciu Proiectat pentru utilizare în dispozitive de redresare cu o frecvență de până la , kHz Sunt produse într-o carcasă cilindrică din sticlă-metal cu o suprafață ondulată pentru presare într-un radiator cu un terminal extern flexibil (prima modificare) și cu un terminal rigid (a doua modificare), direct (fără semn X) și invers ( cu semnul X) polaritate Inferioare pentru curenți , A - clasa de tensiune , funduri pentru curent A - clasa de tensiune Pentru diodele cu polaritate directă, anodul este carcasa (marcată cu un risc negru), polaritatea inversă este un cablu rigid sau flexibil (marcat cu un risc roșu) Răcirea este naturală Masa diodei fără ieșire flexibilă nu este mai mare de , g, cu o ieșire flexibilă de , g D H N CHG g ІІШІІІІІІІІІ Concluzie Opțiuni , DUCHE Z Concluzie? Ondulare dreaptă , JS Concluzie? Concluzie! Concluzie? Concluzie! , USD Polaritate inversă dreaptă Concluzie! Concluzie! Concluzie? Concluzie? Concluzie! Marca de polaritate inversă înainte Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare Tensiune de impuls direct , , /pr, Sr t^np, I> V Tensiune de prag C Thor, V la , = °С Rezistența dinamică a gdia , - , /prі sr mΩ: p = °C D - , D - X, D O - O , D - X D - , D - X, D - , , D - X D - , D - X, D - , , D - X curent / invers, i, p prn 'p= oS, mA: D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Tranziție de rezistență termică - cazul Ro , °С/W D - H D - , D - X, D - , , D - H D - , D - H, D - , , D - H Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V: D - , D - H, D - , D - H, D - , D - X, D - , D - X D - , DІ - X, D - , D - X Tensiune inversă de impuls care nu se repetă, V: D - , D - H, D - , DYU - H, D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Tensiune inversă constantă la 'k = C°, ÎN: D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D -I X D - , D - X, D - , D - X Curentul mediu direct la Gc = °С, f= Hz, Р= °С, A: D - , D - OH, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Curent direct de operare la f= Hz, A: D - , D - OH, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Curent continuu nerepetabil la Гп= °С, Ti = ms, A: D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Indicator de protecție la Tn = °C, ti = ms, £ o "p = V, A s: D - , D - X, D - , D - X ■D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Temperatura de tranziție, °C Forța de apăsare, kN Forța de apăsare, N - -+ Note: Diodele trebuie să fie presate în radiatoarele unităților redresoare, șasiu sau șinele care transportă curent ale dispozitivelor în care sunt utilizate Adâncimea părții de montare a prizei în radiator, conjugată cu suprafața de relief a diodei, trebuie să fie de cel puțin mm, iar grosimea plăcii radiatorului trebuie să fie de cel puțin , mm Viteza de mișcare a diodei în timpul presării nu este mai mare de mm-/s Distanța dintre capătul corpului diodei și marginea superioară a scaunului după apăsare nu trebuie să fie mai mare de mm Încărcarea pe tubul de evacuare și pe izolatorul din sticlă pe metal în timpul presării nu este permisă Temperatura de lipire a ieșirii diodelor D nu trebuie să depășească ° C, timpul de lipit este de s În timpul instalării, nu este permisă îndoirea tubului de ieșire și aplicarea unui cuplu mai mare de , Nm, precum și tensiunea ieșirii externe a diodei din prima modificare cu o forță mai mare de N T A ■"pr, ruff ' g D M , D b-Yu -l ȚP,CP fi ol ^ ° \^ a -^gv°a - - °^ VOTK, °С TC-°C •'npycpmox'^ , , -G - D - , D - Lir,i,npta<>^ - D - , D - D ~ ,Г"= °С , și ^ ov B T*,MC T kA Jno n,nnmox'^ D - , D Тp ~ °С - *■- - ' 'S ^rev \u d ^'^rev / M, L " D/l L- / B Tts, MS Lr,i,nppi Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, u> B Znp, u, A (-di/dt, A/max) Tensiune de impuls direct Ivr, u, V , > pr, sr Tensiune de prag І^thor, V: ( , - , ) pr, sr Тp= °С D - , DI - X, , DY - , D - H, D - , D - H = °C DL - , DL - , DLN - , Tensiune de defalcare (/ mostre la T'n = - h - (- ° C, / Obr \u d mA, V: DL - , DL - , DL - , Unitate de rezistență dinamică, mOhm: Тn= °С D - , D - X , D - , D - X , D - , D - X Tn= °c , DL - DL - DL - Curent invers pulsat repetitiv / arr, u, p, mA: Тp= °С D - , D - X D - , D - X , D - , D - X Gp= °C DL - LUNGIME - LUNG - Timp de recuperare inversă /vo, arr La Ti = = μs: ( ) P = °С D - , D - X , D - , D - X , D - , D - X , v Sfârșitul mesei Parametru Valoare maximă Mod de măsurare "arr • în "pr u, A (-dijdt, A / ms) Гп= °С DL - , DL - LUNG - , Taxa de recuperare QBOc ( ) la Ti = µs, µC: 'n = °С D - , D - X D - , D - X D - , D - X T'n= °С DL - DL - DL - Curent invers de impuls ( ) /arr și prn t" \u d μs, A: p= °С D - , D - X D - , D - X D - , D - X Тp = b °С DL - DL - DL - Rezistenta termica pe- tranziție - corp, Ra per-core °С/W: D - , D - X D - , D - X , D - , D - X , ; DL - DL - DL - Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V: D - , D - H, D - , D - H, D - , D І - X - DL - , DL - , DL - - Tensiune inversă a impulsului care nu se repetă: D - , D - H, D - , D - H, D - , D - X , / "r eu, p Tensiune inversă de operare cu impuls , ( br, i, p Tensiune inversă constantă , Іdbr, i, n Curentul mediu direct la f= Hz, p= °, A: Т" = °С D - , D - X D - , D - X D - , D - X Гк= °С DL - DL - DL - Curentul continuu de funcționare la /= Hz, A: G" \u d * C D - , D - X D - , D - X D - , D - X Gc = °С DL - DL - DL - Curent continuu nerepetabil la ti = ms, A: ț °С D - , D - X D - , D - X D - , D - X T'D = °C DL - DL - DL - Putere inversă pulsată nerepetabilă la 'n = <>C, Ti= µs, kW: DL - , DL - , DL - , Temperatura de tranziție, '°С: D - , D - H, D - , D - H, D - , D - X - - - DL - , DL - , DL - - - - Cuplu, N-m , Notă Temperatura de lipit a plumbului nu trebuie să depășească °C fără utilizarea fluxurilor acide, timpul de lipit este de s, puterea fierului de lipit este de - W " G '" ■ DL P- / y w D - , DP - Xj M L- f/ Tn- S°C~ T^= ^ !UU C T^ °C- FC J 'SO'C fj r 'SO'C Ju ?! -D С D - , D - X D - , D - X Тp = °С DL - DL - Putere inversă pulsată nerepetabilă la 'n= O°C, ti= µs, kW: DL - , DL - O Temperatura de tranziție, °C: D - , D - X, D - , D - X + DL - , DL - + Cuplu, N-m Notă Cablul dur este atașat la un dispozitiv extern cu un șurub * D în ¥ Za , a °C/BT rmTTirniiiidg-sh/ - , , - , ° O-} IO' tfi' Lllllllll lllllllll ІШШГ Cu răcitor standard ■ - dilatator /■ ■ A- ^U\ 'Za "per-env ^per-core ^per-core, "O/WT IM O\ W-' ° IO G w io t,c ^per-core'^ler-enc' ! |)|||||(| llt-ifi J - , , - , aproximativ - ' tfi "llllllllll lllllllll pizza cu răcire tipică - Rezident OA - - ПІІІІІІІ lllllllll u-' " ' DESPRE, per-Kor shkshsh IO tfi ^wpc>-env D - , D - OH, D - , D - H, D - , D - H, DL - O, DL - , DL - , D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, DL - , DL - , DL - Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite de convertoare statice de curent continuu și ca la frecvențe de până la , kHz Sunt produse într-o carcasă din sticlă pe metal cu un cablu flexibil (opțiunea , D - ) și cu un cablu dur (opțiunea , D ), drept (fără semnul X) și invers (cu semnul X) Diodele au clase de tensiune (de la la ), diodele de avalanșă au clase (de la la ) Pentru diodele cu polaritate directă, anodul este corpul, polaritatea inversă este un cablu rigid sau flexibil Desemnarea tipului nominal și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Aer de răcire natural sau forțat Greutatea diodei nu este mai mare de g Concluzie! V Ieșire cu polaritate inversă Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare UoCp, u > în ^pr, u, A (-di/dt, A/μs) Impuls direct ippr - , , /pr, sr reducere t/pr,u, V Tensiune de prag ( , - ^por, V: , )/pr, sr T op PD - , D - X, , D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X Tp= °C DL- , - - , , DL - , DL - , DL - , DL - Tensiune de avarie /test , trei Гп = - -І-+ ° С, V: ^arr, u, ptax /rev \u d Yu mA DL - , DL - , DL - , DL - /obt \u d yA DL - , DL - - Тp= °С n max , )/Pr, cf D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, , D - , D - H D - , D - H, , D - , D - X Tp= °C DL - , DL - , DL - , DL - DL - , DL - Curent invers repetitiv pulsat / arr, i, p, mA: - SP PD - , D - X, t / arr, i, ptah D - , D - H D - , D - H, D - , D - H D - , D - H, D - , D - X Continuarea tabelului Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, u> in; pr, u> A A-di / dt, A / ms) Тp= °С DL - , DL - DL - , DL - DL - , D - Timp de recuperare inversă tnoc, arr, ISS: ( ) = °C , D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, , D - , D - X D - , D - X, , D - , D - X Тp= °С , DL - , DL - DL - , DL - , DL - , DL - , Sarcina de recuperare Ovoe, µC: ( ) 'n= °С D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Гп= °С DL - , DL - DL - , DL - DL - , DL - Rezistenta termica pe- pasaj-caz /? per-cor • °С/W: , D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, , D - , D - X , D - , D - H, D - , D - H DL - , DL - , DL - , DL - , DL - , DL - , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv ine, V: D - , D - H, D - , D - H, D - , D - H DL - , DL - , DL - , DL - , D - , D - , D - , D - X, D - , D - X, DL - , DL - - - Tensiune inversă care nu se repetă: D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - - , D - X Tensiune inversă de funcționare cu impuls Tensiune inversă constantă Curent direct mediu la / \u d Hz, \u d °, A: , Uobr și, a , ( obr, a, □ , Uobr și , P T °C KD - , D - X, D - , D - X D - , DІ - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Т = °С KDL - , DL - DL - , DL - DL - , DL - Curent direct efectiv la f= Hz, A: Gc= °C D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X °C DL - , DL - DL - , DL - DL - , DL - , D - , D - X D - , D - X, D - , D - X D - , D - X, D - , D - X Гп= °С DL - , DL - DL - , DL - DL - , DL - G °C PDL - , DL - , DL - DL - , DL - , DL - Temperatura de tranziție, °C: , , diode diode de avalansa Cuplu, Nm + + Notă Ieșirea este conectată la un dispozitiv extern cu un șurub - D - , D - X, D - D - X, D - , D - X D - , D - X, D - D - X D , D - X p=/ -a " oov' ^ oc, oSp ^vos, arr^/yes^ /,Zf / / , O -di/dt, AlMC oc,o p tppc irapfWw^ DL - , DL - DL - , DL - DL - , DL - P= °C ^o p= ' & OS\ ' o Yu - T"= ! ° ^ °tac A/MKC) , O -dildt AIMKC O /pr;Sr,L ^pr cp ■ I Di '- D - О J Ь Г p, A pr;sr' O W VOI^A D - , D - X Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz Sunt produse într-o carcasă ceramică-metală cu un cablu flexibil, cu polaritate dreaptă (fără semn X) și inversă (cu semn X) Au clase de tensiune (de la la ) Pentru diodele cu polaritate directă, anodul este baza carcasei, polaritatea inversă este un cablu flexibil Răcire naturală sau forțată Desemnarea tipului nominal și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Masa fundului cu o ieșire flexibilă nu este mai mare de g Ieșire! Concluzia Vydod? Concluzie! spălați stâlpul de polaritate inversă io/iar Parametrii electrici Parametrul > l "Ș ? "j K X O apoi Sg gg Modul de măsurare ^<>br, şi • în Znp u, A {-di/dt A/µs) Tensiune continuă de impuls - , / pr, sr ciot Uul u, V ^pr u "(di / dt, A / μs) Rezistenta dinamica ( , - unit la Т= °С, mΩ: , )/pr, sr D - D - Impuls repetitiv UoGp, u, n verifica curent invers br i, p, mA: Тp= °С Tp \u d ° С Timp de recuperare inversă - ( ) niya / arr, urlă la Tp - ° C, Domnișoară: D - D - Taxa de recuperare QBOc ( ) la 'n= °C, μC: D - D - Modificarea rezistenței termice , mutare - corp /? n per-core > °С/V Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv nie, V - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă n Vobr, i, p Tensiune inversă de operare cu impuls , /arr, i, n Tensiune inversă constantă , br, i, p Curentul mediu direct la TK= °C, f= Hz, P= °, A: D - D - Curent direct de operare prn K = <> С, f- = Hz, A: D - D - Curent continuu nerepetabil la Гп= °С, Ti \u d ms, / O r \u d O V, kA: D - D - Indicele de protecție la Гп = °С, ti= ms, A -s: D - D - Temperatura de tranziție, ° С - - - + Cuplu, N-m ± Uat, S O D - D - ^ 'C/ Clasa-/fg -'la Lr srpi "'^ DESPRE Yu M "T ^ b Z l M'b ❖ Z / lu^i'tfoo 'p , f/=u? '^SZ^l SZl-lSlV Stop Stop ^pr, sr D - , D - X, D - , D - , DL - Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz Sunt produse într-o carcasă ceramică-metală cu un cablu flexibil, cu polaritate dreaptă (fără semn X) și inversă (cu semn X) Au clase de tensiune (de la la ), diode de avalanșă - clasele I (de la la ) La diodele cu polaritate directă, carcasa este anodul, iar ieșirea flexibilă este inversă Denumirea tipului și polaritatea bornelor sunt date pe corp Răcirea este naturală sau forțată Masa diodei cu o ieșire flexibilă nu este mai mare de g ness Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare R yu o cq 'ave A (-di fdt, A/μs) Tensiune de impuls direct Pr, k V- , / pr, cf D - , D - X, , D - , D - DL - , Tensiune de prag POr, ( , - v- ) / pr cf 'n= °C D - , D - X, D - , D - , 'n = °С DL - Tensiune de avarie Irob> V DL - Rezistenta dinamica ( , - "din" mOhm ■ , ) / pr sr Гп = °С D - , D - X , Final Parametru Valoare maximă Mod de măsurare eu o yu o S a Znp- u, A (- di /dt, A / μs) D - , D - , Тp= °С DL - Puls repetitiv , arr curent invers / arr, i, p, mA: Гп= °С D - , D - X, D - D - Є= °С DL - Гп = °С D - , D - X, D - , D - , D - Timp de recuperare inversă /re, arr, MKS Tp= °С ( ) D - , D - X D - D - Гп= °С DL - Taxa de recuperare vos, µC: Тp= °С ( ) D - , D - X D - D - Гп= °С DL - Tranziție de rezistență termică - cazul ? , Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V D - , D - H, D - , D - DL - Tensiune inversă de impuls nerepetitiv D - , D - X, D - , D - Tensiune inversă de operare cu impuls Tensiune inversă constantă Curentul mediu direct la f= Hz, p=І °C, A y ■ = °C D - , D - X D - D - - - Mod, i, P Mod, i, n Mod, i, n HA = °С DL - Curent continuu efectiv la /= Hz, A: ț °С *D - , D - X D - D - Hz = °C DL - ■ • Curent direct nerepetabil la tn= ms, kA: Ț °С PD - , D - X D - D - Тp== °С DL - Indicator de protecție la TI = ms, A -s: T \u d ° С PD - , D - X D - D - Тp= °С DL - Temperatura de tranziție, °C: D - , D E - X, D - , D - DL - Cuplu, N-m - * , - * - * - * + + О± ob-g zn'*id b g I zi'Chd d I I K și ml 'obz-iM) <>$"t")g / /^d e/ Jg / X^tV ] OOZ- / то/иеиО'оо/иеиV ^mHOSHyn'y * zn'* d i b II iCh-IO^-S D! - , D - X DL - ' T*,MS * ^ C mA ' p = °C 'n= °С DL - Гп = °С D - , DL - Timp de recuperare inversă ( ) modificări Luce, arr, ms: Гп= °С D - Гп = °С DL - Taxa de recuperare ( ) Qnoc µC: 'p = °C D - Г" = °С DL - Joncțiune de rezistență termică - corp , °С/W pr cor Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv nu, V: D - - DL - - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă pentru D - , l / arr, i, p Tensiune inversă de funcționare cu impuls pentru D - , t/ospi i, p Tensiune inversă constantă , £ er, și, și Curentul continuu mediu la f= Hz, £ = °, A: Тk = °С D - Тk = °С DL - Curent continuu de funcționare prn f= Hz, A: Т" = ° С D - Тk = °С DL - Şoc şi curent repetitiv înainte la ti = == ms, kA: Тp= °С D - Tp = °C DL - Indicator de protecție la Ti= ms, A -s: 'p= °C D - l= °С DL - Temperatura de tranziție, °C: D - + DL - + Cuplu, N-m + Notă Diametrul exterior al suprafeței de contact a răcitorului trebuie să fie de cel puțin mm, neplaneitatea suprafeței de contact este de , mm, finisajul suprafeței nu este mai rău de , mt-mo Z/ I ~[ W treizeci \closs - - n= °C -Tr = °C Zo p L Inp/pmax^ ° ^ юг \°C МП' - ГЫ °C Ж и / - L L ± -' np/p rnax Dir srtah^ ° npftptnaX'^ H= Hz o W Tm Constant / = '' ^^" ° ^^OO' \-J - !- T^C I't- O , A -C Ag-S ^OOC, arr actual , D І-Sh PL І- , rn = ' - APSH- T^IOO'C) - U^IOOB , /, ^"oc Q^(SAlMKt) dp'i-^ob DLP - - Tn=!SO°C (dlt- Tn-=M'C> ^ = o în îs go-aiM'A/shs O O - l/tl ,A/MKC DL - Diodă de avalanșă cu difuzie de siliciu Proiectată pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz Disponibil in carcasa ceramica-metal cu design tableta Are clasa a II-a in ceea ce priveste pansamentul (de la la ) Denumirea tipului și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă sau pe o carte specială !! etichetă Gel răcoritor natural sau forțat Greutatea inferioară nu mai mult de g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare "arr, u" (r) ^pr, u> A (-dițdt, A / μs) Impuls direct pe - , tensiune Ppr, u, V Tensiune de prag , ( , - iior la Гп= °С, V Tensiune de rupere , , ) /pr, sr ^ probe la 'n = °C În O ^ arr, u, n max Rezistență dinamică - , ( , - reducerea GdIIP la Ta = °C, mOhm curent invers pulsat revers, u, n la p = °C, mA Timp de recuperare invers N VL PIA /voe, arr PrY ( ) Tp = °C, µs Sarcina de recuperare Qboc la 'n = °С, µC Joncțiunea de rezistență termică • carcasă Rq °С/W , ( ) per-cor" Joncțiune de rezistență termică - terminal anod Până la , per-ai concluzie" °C/W Joncțiune de rezistență termică - borna anod Re , ieșire pe pisică > °С/V Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V Tensiune inversă constantă, V Curentul mediu direct la Gc = °C, f= Hz, p= °, A Curent direct efectiv la Gk= °C, f== Hz, A Curent continuu nerepetabil la ' = °C, Tc= ms, Pobr = V, kA - , Uobr, i, p Disiparea inversă a puterii care nu se repetă capacitate prn Тp= °С, kW: Ti \u d Yu ms Ti = µs Temperatura de tranziție, ° С + і Forța de strângere axială, N ± Note: La f= kHz, curentul mediu direct este redus la , /pr, sr tach- Numărul permis de cicluri cu o diferență de temperatură de tranziție de la la °C cu o sarcină de curent ciclic de cel mult Neplaneitatea suprafețelor de prindere ale diodei nu este mai mare de , mm, rugozitatea suprafeței nu este mai mare de , microni ^rev arr ^ C D - , D - , D - , DL - Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz Sunt emise în carcasa ceramică-metală a unui design de tabletă Diodele D - au clase (de la la ), D - - clase (de la la ), D - - clase (de la până la ), diode laviiiye DL - - Și clase de tensiune (de la la ) Aer de răcire sau forțat Denumirea tipului și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Greutatea diodei nu mai mult de g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, u > în lr, u, A ( - di / dt, A / μs) Tensiune de impuls direct, Uav i, V: D - , D - , D - , DL - , Continuarea tabelului Parametru Valoare maximă Mod de măsurare ^arr, i B ^ pr, u > A (-di! dl A/μs) Tensiune de prag ( , - ^thor At Tp max> V- , ) Ipr, sr D - D - D - DL - Tensiune de avarie ivr la G= °C pentru DL - , V /rev,i,ptah Rezistență dinamică- ( , - Gdyn la Tp = Tp shah" Ohm: ) pr, sr D - D - D - DL - , , , , Curent invers/revers pulsat repetitiv, u, p D - , D - , D - DL - Timp de recuperare inversă Ivos, arr la Tp = Tp shah, µs: ( ) D - D - D - DL - Taxa de recuperare Qboc La Gp = /ptah/ ( ) μC: D - D - D - DL - Joncțiune de rezistență termică - carcasă Re °С/W , per-cor" Tranziție rezistență termică - ieșire anod Пѳ , per-en-out" °С/V Final Modul de măsurare Parametru Valoarea maximă ^arr' u, în ^pr, u, A i-di/dt, A/μs) Tranziție rezistență termică - terminalul catod Rq per kat ieșire > 'C/W o Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V: D - - D - - D - - DL - - Tensiune inversă a impulsului care nu se repetă: D - , D - , D - , /ovr, i Tensiune inversă DC: , MOBR, U, P Curentul mediu direct prn f- Q Hz, = °, A Gc= 'C D - DL - HA= °C D - D - Curent direct de operare prn /= Hz, A D - D - Ѳ D - DL - Prn curent continuu care nu se repetă Tp \u d Gpshah, Ti - ms, kA D - D - D - DL - Impulsul nerepetitiv de dispersie inversă putere absorbită pentru DL - prn G= °С, kW: Ti=U ms t" \u d μs Temperatura de tranziție, °C: D - + D - + D - + DL - + Forța de strângere axială, kN ± Note: La f = kHz, curentul mediu direct scade la , /pr, sr max * Numărul permis de cicluri cu o diferență de temperatură de tranziție de la ■ - ° C la Tn - Tamax cu o sarcină de curent ciclic de cel mult Neplaneitatea suprafețelor de prindere ale diodei nu este mai mare de , mm, rugozitatea suprafeței nu este mai mare de , microni sos O " / Oll COL OS DESPRE POR OOP OOO! OOSI uh, hosh do'dUy chr,i,nptah • W S YuO t,MC ^p,u,np>t DL - Lp \u d "C О T^µs vos D - , D - , D - pentru funcționare constantă kHz Eliberat în Diode de difuzie cu siliciu Proiectat în circuite de convertoare statice de electricitate și curenți alternativi la frecvențe de până la i " " corp loceramic al designului tabletei Dnodurile D - au clase (de la la ), D - - clase (de la la ), D - - clase de tensiune (de la la ) Răcire naturală sau forțată Desemnarea tipului nominal și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Greutatea diodei nu depășește g metal- Concluzia Alegerea Parametrii electrici p, u, n ta x curent invers /і gr r n și la Г= °С, mA Timp de recuperare inversă - Lіr mier arr la = °С, ( ) t,, == µs, µs: grupa irupna grupa Taxa de recuperare QB<>c L|r, sr la 'n= O°C, Ti = ( ) = µs, µC Rezistenta termica per- i), mutare - corp /?" - - , °С/W °per k D ДЧ - i , Rezistență dinamică Gd "n prn T" \u d ° C, mOhm: ( , - , ) / "r ep DCH - , DCH - , Curent invers pulsat repetitiv /osr, u, n la Uobr, u și max = ' , mA Timp de recuperare inversă , /np mier POI vos, arr AT , t ( = μs, μs: ( ) grupa grupa grupa Final Parametru Valoare maximă Mod de măsurare t'oCp Și În znp U> A (-di/di, μs/A) Sarcina de recuperare p = V, kA: ДЧ - DCH - Indicator de protecție la Гп= 'С, tp = ms, (/rev = V, A -s: DCH Y ,Y DCH - , - Temperatura de tranziție, °С + Cuplu, N-m ± Forța de tracțiune, N Q&K,MKK/ NS DM - ^np,cp ■ ДЧ - , ДЧ - Diode de difuzie cu siliciu, de mare viteză Proiectat pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz, care necesită timpi scurti de recuperare inversă și încărcări reduse de recuperare, precum și în dispozitive cu impulsuri Sunt emise in carcasa ceramica-metal cu o concluzie flexibila Au evaluări: clase de tensiune (de la la ) și grupuri de timp de recuperare inversă ( , ) pentru toate clasele de tensiune Aer de răcire natural sau forțat Denumirea regulatorului de tensiune și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Greutatea diodei ns mai mare de g Concluzia î v Concluzia Parametrii electrici Modul de măsurare Parametru Maximum znam f/rev, u, V /pr, u, A (-cit/dt, A/µs) Tensiune de impuls înainte C / tsr, V: , ts p (s p DC - DC - , Tensiune de prag С / І> la Г, = ° С, V: ( , - , ) / n sr DCH - DC - Rezistență dinamică , ( , - Gd,,,, la ' , == °C, mOhm )/Rev sr DCH - DCH - , Curent invers repetitiv pulsat /rev, n p la £ rev, u, n ip x Tn = °C, mA Timp de recuperare inversă , , cu p NIA taoc, arr La Tp::= Tn = µs, µs: ( ) grupa grupa , , /tsr, s p Taxa de recuperare Qboc la 'n= °C, Ti = µs, µC ( ) rezistenta termica iper core Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv nie, V - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă II l / arr, P, P Curentul continuu mediu la Gk == °C, f - Hz = °, A DCH - DCH - Curentul direct de funcționare prn Tk = °C, f = = Hz, A: DCH - DCH - Soc curent continuu nerepetabil la Tp = = °C, tn = ms, {/arr = V, kA: DCH - DCH - • • Indicator de protecție la Т'П= О°С, tn-Yume 'arr = V, А 'С: DCH - DCH - ; Temperatura de tranziție, °С Cuplu, N-m Forța de tracțiune, N , - , - ± Legea * Aproximativ znp/p ^pr,sr,^ Aproximativ Znvp, О І^,А Secțiunea Zece Putere diode neunificate B , vlu Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz Sunt emise în carcasă din sticlă-metal cu o ieșire flexibilă Diodele B au clase de tensiune (de la , la ), diodele de avalanșă VLYU au clase (de la la ) Aer de răcire natural Desemnarea tipului nominal și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Greutatea diodei nu este mai mare de g Concluzia unsprezece Concluzie? Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare L / arr, u, B / pr, u, A (-dildt A / ms) Control de tensiune de impuls direct, c, V , , /pr, sr Tensiune de prag l/thr prn Gp = , = °С, V Tensiune de rupere , Uobr, n, n max ( , - Pentru probe la Tp == = - - + °C, tn = - ms pentru VLU, V ( , - , )/pr, sr rezistența GDIP la Gp= °C, mOhm Curent invers repetitiv pulsat /rev, u, n> mA: Urev, u, n max B VLU Final Parametru Valoare max al '>us Mod de măsurare ^arr "și * / pr 'și A (-di/dt, A/μs> Timp de pantă înapoi Urev, I, n max formare / poziție, arr ( ) prn Тp= °С, µs Sarcina de recuperare - br, i, l max NIA Qnoc la = °C, μC Rezistență termică - , ( ) lenііs transition - cor- pѵs /?p - , "C/W ^per-cor Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V: B - VL - - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă o Tensiune inversă de funcționare cu impuls pentru LA , t/tur, i, p Tensiune inversă DC , Uoap, u, n Curentul mediu direct la 'k= °С, [= Hz, P \u d °, A Curentul direct de operare la 'k= °C, [ = •= Hz, A Curent direct care nu se repetă la Tp= °С, Ti \u d ms, ( rev \u d V, A Indicator de protecție prn Gp - ° C, ti \u d ms, A -c Temperatura de tranziție, °С + Cuplu, N-m T J Ext?av GLDH > * d^( AIM\C, IA', B , VL Diode de difuzie cu siliciu Conceput pentru utilizarea în circuite ale convertoarelor statice de putere de curenți continui și alternativi la o frecvență de până la kHz Sunt produse într-o carcasă din sticlă-metal cu un plumb flexibil Diodele V au clase de tensiune (de la , la ), diodele VL de avalanșă au clase (de la G la ) Aer de răcire natural sau forțat Greutatea diodei ns mai mare de g Concluzia max Concluzie Concluzie? Concluzia F Parametrii electrici Parametru hValoarea maximă Mod de măsurare ( arr, u, V / la A (-di / dl A / ms) Impuls direct , , Dir cp tensiunea Ucr, n, V Tensiune de avarie /n i> oo la T de la - la Tn - + ° C, , (V <> br u, n max Hz = - ms pentru VL V Rezistență dinamică ( , - tivlenis gdi" la Г"= °С, mΩ mier B VL Timp invers £U o br, i, n max formare /voe, arr prn 'n= O°С, μs ( ) Final P a r a m s p Valoare maximă Mod de măsurare arr- și B pr și A (-diiat L/μs) Taxa de recuperare U aproximativ b R, i, p shah Qboc la T n == = °C, μC Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V: B VL - - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă pentru B , ( br, i, p Tensiune inversă de funcționare cu impuls pentru B Uobr, i, p Tensiune inversă constantă , IAbr, p, p Curentul mediu direct la Gc= °C, f = Hz, P= °, A Curent direct efectiv = Hz, A Ti direct nerepetabil = ms, {/Oop = V, A Indicator de protecție prn £L, Op = V, A -s prn Г"= °С, /== curent la 'n= °С, Gp= °С, tp= ms, Temperatura de tranziție, °С Cuplu, Nm + - ^пр ср OSC MH/V'lP/lp-Щ ZI Ъ O ' =^ ^ Г J "X VS'll 'vsz SZVB \ du Z VSZL= I - ( Mh//țZ ) nD ЭШ/у'ір/ір- д/ OM Л-І d'"/ ^Ivz'- Tx OZl/ 'SZS ^?/=du/ / l b'l pw/M ' ' ° ; dqo 'эое^ -°Z'O ' B , ВЛ Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite ale convertoarelor statice de putere DC și AC la frecvențe de până la kHz Disponibil într-o carcasă metal-sticlă cu un cablu flexibil Diodele V au clase de tensiune (de la , la ), diodele de avalanșă VL - clase (de la la ) Aer de răcire natural sau forțat Desemnarea tipului nominal și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Greutatea diodei ns mai mare de g Concluzie / Concluzia Parametrii electrici Modul de măsurare Parametru Valoare maximă ( arr și V Tensiune de impuls direct Uap v, V Tensiune de prag //por prn 'n = = °C, V Rezistență dinamică hpi" la Г"= °С, mΩ Curent invers repetitiv pulsat / arr u, n la Є= °С, mA: B VL Timp de recuperare invers/invers, arr la Гп= °С, µs Sarcina de recuperare Qnoc la Тп - = І °С, µC viier-kor dărâma Ț - -Io "°С, , ( arr, i, p verifica , , Uarr Și U a G, , / pr ep ( , - , )/ ( , - , )/", ( ) ( ) {-dt/dt A/µs) Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv nu, V: B - V L - Tensiune inversă de impuls nerepetată pentru V , C/rev n și Tensiune inversă de funcționare cu impuls pentru B , //rev Și Și Tensiune inversă constantă , /L, vі> Și P Curent direct mediu poi TI= °C, f = Hz, P= °, A Curent continuu efectiv la ' C, mp = Yume, U despre s, p \u d O V, L s В VL Temperatura de tranziție, °С -|- Cuplu, Nm g Yu'Ts g-I- *Ag-S f, oh in OS ^Boc, oSp ttKfi^iAlMBC, A) ѵ g p \u d / £ / i , V / ZYA Ol, ~ V T^I^O'S O -Li / dt, A / ms Boc w(SAlMKC, A Dr G "LC,, V / ^ChVOA VL Г ^гг,Вов t" = H °C O B , B Diode de difuzie cu siliciu Proiectat pentru funcționarea în circuite de convertoare statice de putere AC și DC la frecvențe de până la Hz Dioda B are de clase de tensiune (de la , la ), V - clase (de la , la ) Răcire cu aer sau răcire cu apă Denumirea tipului este dată pe polaritatea imprimată pe una dintre baze sau pe o etichetă ee priyuditel-orpuse Simbolul este special Concluzia Concluzia Parametru Parametrii electrici Modul de măsurare t-^rev, u, V ( dildt A/µs) -/ - JJ - "j OOSB '>s> B - Dioda de siliciu de difuzie Proiectat pentru funcționarea în circuite de convertoare statice de curent continuu și ca la frecvențe de până la Hz Produs intr-o carcasa metal-ceramica de constructie tableta Are clase de tensiune (de la , la ) Răcire forțată cu aer Denumirea tipului este dată pe carcasă Desemnarea polarității este aplicată pe una dintre baze sau pe o etichetă specială Greutatea diodei nu este mai mare de g * Concluzia Ieșire Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare l / arr, u, V / pr, u, A (-dildt, A / ms) Tensiune continuă de impuls - , , /cr, sr ypres, V Tensiune de prag UBOp , ( , - prn Tp \u d ' , V ) / tsr, sr Rezistență dinamică , ( , - Gdlp la Тn=і °С, Ohm , ) / Pr, cf Impuls repetitiv i/arr eu, n tah curent invers / vr, și, în prn Тp= °С, mA Timp de recuperare inversă - NIA / "se, arr prn Gp \u d 'C, ( ) ISS Taxa de recuperare QBOC la Гп = °С, µC ( ) Modificarea rezistenței termice , mutare - corp Ra 'S/V °per-nucleu Modificarea rezistenței termice , cursa - terminal anod Dp 'S/V °trans-en output Modificarea rezistenței termice , cursă - terminal catodic Ra , , 'S/W ieșire hiper-cod Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv nee, V - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă , tA> p și, P Tensiune inversă de operare cu impuls , Uosț, în, n Tensiune inversă constantă Curentul mediu direct prn 'K= °C, f = Hz P= °, A Curentul direct efectiv la Ti= °С f- = Hz, A Curent continuu repetitiv prn 'p \u d ° С, Tp = ms, kA Indicator de protecție prn 'n= <>С, ta = ms, Ars , t/tur, i, p Temperatura de tranziție, ° С - Forța axială pentru asamblarea diodelor cu un răcitor, kN ± Notă Nu este permisă funcționarea diodei fără compresie externă adecvată de la baze 'pr,cp 'lr sr^ ^lr,u,np mox'^ -^oSp, și ' O -tti/dt^/µs - Dioda de siliciu de difuzie Este destinat funcționării în circuitele convertorului ieskph de stat de putere electrică de curenți continui și alternativi la frecvențe de până la H Este produs într-o carcasă metal-ceramică de tip tabletă Are clase de tensiune (de la la ) Răcire forțată cu aer sau apă Denumirea tipului este dată pe carcasă Simbolul de polaritate este imprimat pe una dintre baze sau pe o etichetă specială Greutatea diodei nu este mai mare de g r>i>, și Și Curent continuu mediu prn TN= °C, / = Hz, = ° A Curentul direct de funcționare la T'c= °C, A Curent direct care nu se repetă prn 'a= °С, t, = ms, A Indicator de protectie la l= °C, tl= ms, A s Temperatura de tranziție, °С + Note: Forța de strângere axială la asamblarea diodelor cu un răcitor este de ± kN Nu este permisă funcționarea diodelor fără compresie externă corespunzătoare din baze -/ Clasă -'P TsL ,V YuOO Yu Iz-t- ,A C ^DoS odr T^^~^( A/M (C, A) B - X l y-SOOA - A-JMm - U' h- - în ^'C ==i OW -SHCH/Sh B - , VL - Funduri de difuzie de silicon Sunt destinate lucrului în lanțuri de convertoare statice de putere electrică de curenți continui și alternativi la frecvențe de până la Hz Sunt emise în carcasă din sticlă-metal cu o ieșire flexibilă Fundurile V - au clase de tensiune (de la , la ), fundurile de avalanșă VL - au clase (de la la ) Aer de răcire natural sau forțat Desemnarea valorii nominale și polaritatea bornelor sunt date pe carcasă Greutatea diodei nu este mai mare de g Parametrii electrici Parametru Valoare maximă Mod de măsurare t / arr, u, B pr, u, A { di / dt, A / ms) Tensiune de impuls direct C Pr, u, V , , w p, sr Tensiune de prag (U"sau la Гп = = °С, V Tensiune de rupere , , Uo pt Mj n max ( , - , ) / lr sr Pproo la T de la - la Tn = + ° C, TC== - ms pentru VL - , V Rezistență dinamică , ( , - încălzire hdvn la Гп= °С, mΩ B - VL - Timp de întoarcere - Urev, u, n max formare/OP-uri, arr ( ) la Гп= °С, µs Recuperare încărcare - Uobr, n și max niyap prn - °С, WB C ( ) μC Joncțiune de rezistență termică - caz /?y, °C / W , °per cor ZvO Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V: g și B - VL - Tensiune inversă de impuls nerepetată pentru V - Tensiune inversă de funcționare cu impuls pentru B - Tensiune inversă constantă Curentul mediu direct la Г"= °С, / = Hz, Р= °, А Curentul direct de funcționare la Gc= °C, A Curent continuu nerepetabil la Гп= °С, Tc = ms, t/OGP = V, А Indicator de protecție la T'n= °C, ti= ms, = V, A -s Temperatura de tranziție, °С Cuplu, N-m - - b^arr, i, a , b^arr, i, i , l b r, i, n + J t-io ,A -c ^ bta, ms fti)C,i> p ti, °trans~an concluzie °С/W Rezistenta termica jonctiune-born catod R" , °der-cat concluzie °С/V Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă de impuls repetitiv, V Tensiune inversă de impuls nerepetată, V Tensiune inversă de funcționare în impuls, V Tensiune inversă constantă, V Curentul continuu mediu la Тk= °С, f = Hz, Р= °, A Soc curent continuu nerepetabil la Tp = °C, tn = ms, nA Indicator de protecție la p = O°C, t>= ms, A -s Temperatura de tranziție, °С, Forța de strângere axială, kN Notă Nu este permisă funcționarea diodei fără compresie externă adecvată de la bazele diodei + - Lir sr Lr i/nmax'^ \ - °' w ~ al -lea vot Lp(u,np raax>^ I -t-W ,A?C La - S treizeci oh w^ T^OO'C,u^u^\ / bt^ms oi 'f rt,nc O -th/df,AfMKC VCh - , VCh - Diode de difuzie de siliciu de mare viteză Proiectat pentru utilizare în circuite DC și AC la frecvențe de până la kHz Sunt emise în carcasă metal-sticlă cu o concluzie flexibilă Diodele de tip VCH - au de valori nominale, clase de tensiune (de la la ) și grupuri de timp de recuperare inversă ( , I, ) pentru fiecare clasă de tensiune Diodele VCh - au de valori nominale, clase de tensiune (de la la ) și grupuri de timp de recuperare inversă ( , ) pentru fiecare clasă de tensiune Denumirea clasificării de tip și polaritatea cablurilor sunt date pe corp Răcire naturală sau forțată Greutatea diodei nu este mai mare de g Parametrii electrici D " Parametru Valoare maximă Mod de măsurare (Wobr, I B Іir, I A (- di / dt, A / μs) Tensiune de impuls înainte - , fup, cp t/np, u, V: ■ VCh -II , B - , Tensiune de prag £ Iop ( , - la Гп = °С, V: , )/up, cp VCh - VCh - Rezistență dinamică ( , - gdip la 'n= °С, mΩ: , ) /pr, cp VCh - , VCh - , Impuls repetitiv Uobr, i, i max curent invers / invers și, și la Гп= °С, mA Timp de recuperare inversă , /np, cp niya /aos arr la 'u= °С, Domnișoară: grupa VCH - ( ) grupa I VCh - , VCh - grupa VCh - , VCh - Taxa de recuperare QB(,C , fnp, cp la T,, = °C, μC: VCH -І ( ) VCh - ( ) Modificarea rezistenței termice , mutare - corp , °С/V uuep cor Limitarea datelor de performanță: Tensiune inversă impuls repetitiv, V - Tensiune inversă de impuls care nu se repetă, V , UoGp și, la Tensiune inversă de funcționare în impuls, V , UoeP, i, n Tensiune inversă constantă, V , i / o p, i, i Curentul continuu mediu la Є= °С, f- Hz, = °, A: HF - HF - Curentul continuu de funcționare la Tk = ° C, f - = Hz, A: HF -II HF - Impuls curent continuu prn Gk= °С, / = = Hz, A: HF - HF - Curent continuu care nu se repetă la Ta \u d "C, Gi = ms, kA: VCh - HF - Indicator de protecție la T'p= <>С, tn= ms, A -s: VCh - VCh - Temperatura de tranziție, °С -g+ Cuplu, N-m - I S Lіr IrіPILPH'^ B - / Z '^x <[^ OS Vo p = t"ms ^bos, arr AW ^ - grupul Yu //'/ zweoc oop ^*^%oc, br Іkg№ОА - O kO -di/dt,A/MKc ^SOS PbR'^^ IIII \HF ~ o p Gripa * , t^ Тp=PO°С i^gool Ugty-IOOB Aproximativ ~di/dttA/MKC Bibliografie Vane de inalta frecventa din seria HF pentru curenti de - A Catalog - - M : Informelectro, Diode de tipuri B , B , B , B , B - , B Catalog - - M : Informelectro, Diode de avalanșă de tipuri VLYU, VL , VL , VL , VL - , VL Catalog - - M : Informelectro, Diode tablete pentru curenti A Catalog - M : Informelectro, Tipuri de diode de recuperare rapidă DCH - , DCH - , DC - , DC - , DC - , DC - Catalog - -M : Informelectro, Diode autotractor tipuri D - , D - , D - , D - , D - , D - Catalog - - M ; II-formelectro, Diode de tipuri D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, DL - , DL - , DL - , DL - , DL - , DL - , DL - , DL - , D - , D - , D - , D - X, D - X, DL - , DL - , DL - Catalog - - M : Informelectro, Diode din seria DL Catalog - Moscova: Informelectro, Diode tip pin D - , D - , D -' , D - , D - , D - , D - Catalog - - M : In-formelectro, Diode din seriile D și DL Catalog - - M : Informelectro, Chebovsky O G , Moiseev L G , Saharov Yu V Power semiconductor devices (carte de referință) -M : Energy, Dispozitive semiconductoare: diode, tiristoare, dispozitive optoelectronice (carte de referință) - M : Energoatomzdat, Conţinut Cuvânt înainte PARTEA ÎNTÂI INFORMAȚII GENERALE DESPRE DIODE PUTERNICE DE SEMICONDUCTOR Secțiunea unu Clasificarea diodelor semiconductoare de putere Clasificare și notare Convenții grafice Simboluri și definiții ale parametrilor electrici - Standarde de bază pentru semiconductori de putere diode Secțiunea a doua Caracteristici ale utilizării diodelor semiconductoare de mare putere PARTEA A DOUA DATE DE REFERINȚĂ PENTRU Diodele SEMICONDUCTOARE Secțiunea a treia Diode redresoare D , D A, D B, D , D A, D B D A, D B D V-D ZH, D I-D L D , D A, D B, D , D A, D B, D , D B, D B D , D A D B, D , D A, D B, D , D A, D B, D , D A, D B, D , D B, D B D A- D G D B, D O D, D J, D K, D M, D R, KD A KD B, KD D, KD J, KD K, KD M, KD R D A- D D, KD A-KD D D A- D B, KD A-KD B KD A-KD J, KD I-KD L D A- D B, KD A-KD B KD A D A- D G, KD A-KD G D A, D B, KD A-KD G D A- D G, KD A-KD G D A- D V D A, D B D A, D B D A- D G D A- D Zh, D I Secțiunea a patra Diode cu impulsuri KD AM, KD BM, KD VM, KD GM KD A-KD G KD A, KD B KD A-KD G Secțiunea cinci Redresarea stâlpilor și blocurilor D , D A, D B, D -D D , D A, D A KTs V-KSh D Ts A- Ts V KTsYu A Ts A, Shch B KTs A-KTs E Ts A- Ts E Ts A - Ts V KTs A, KTs G KC A-KC Ž KC I KC A-KC Ž, KC I, KC A-KC Ž, KC I, KC A-KC Ž, KC I KC A ■ KC A-KC Ž, KC I KC ЮA-KC V KC A-KC V Secțiunea șase Varicaps V A, V B, KV A KV B V A, V B, KV A, KV B Secțiunea șapte diode Zener D A-D Zh, D A-D D, D A-D G S A- S G, S A- S Zh, S I- S N S A, S A, S A, S A, S A, KS A, K S A, KS A, KS A, KS A S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, S A, KS A, KS A, KS A KS A, KS A, KS A, KS A S A, S A, S A, KS A, KS A, KS A KS A, KS A, KS A, KS A S A, S A, S A, S A Secțiunea a opta Diode cu microunde A A, A B А А- А В A A- A D A A, A B, KA A-KA V А А- , КА А- A A, A B, KA A - KA V A L- A V, KA A-KA E A L A A- , A B- А А- , А Б- , КА А- , КА Б- A A- A A- , A B- А А, КА А, КА Б A A A A- , A B- ' A A- , A B- KA AM, КА BM, KA BM KA A KA A KA A A A- A D, KA A-KA E A A, A B A A, А B, KA A-KA B A A, AA A A A, KA A A A, А B, KA A-KA B KA A, KA B A A, A B, KA A, КА B A A, ЗА ОЗБ, AA A, АА Б A A, ЗА B, AA A, АА B A A- A G AA A-АА Ж, АА И, AA K AA A-АА Ж, АА И-AA M AA A-АА Ж, АА И AA A-АА Ж, АА И AA A, AA A, AA A AA A, AA A, AA A, AA A AA A-AA E AA A-AA D AA A-AA G AA A AA G Secțiunea nouă Diode de putere unificate D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - X, D - , D - , D - X , D - H, D - , D - H, D - , D - H, DL - , DL - , DL - D - , D - X, D - , D - X, DL - , DL - , DL - , DL I- , D - , D - X, DI - , D - , D - - , D - X, DL - , DL - , DL - D - , D - X D - , D - D - , D - X, D - , D I- , DL - D - , DL - DL - D - , D - , D - , DL - D - , D - , D - D - ДЧ - , ДЧ - ДЧ - , ДЧ - DCH - , DCH - Secțiunea zece Putere diode neunificată B , VLU V , VL V , VL B , VL B , VL B , B B - B - B - , VL - La - - VCh - , VCh - Referințe zu BORIS ALEKSANDROVICH BORODIN BORIS VLADILIROVICH KONDRATEV VIKTOR MIHAILOVICH LOMAKIN ȘI DR DISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE PUTERNICE: funduri Redactorii editurii N V Efimova, T V Zhukova Coperta artistului N A Paiiuro Art editor // S Shein Redactor tehnic G Z Kuznetsova Coritor L L Budantseva IB nr Predată în platou / / Semnat pentru tipar Т- Format X O / J Lucrare jurnal Nr Tip literar Tipar mare Conv cuptor l Conv kr-ott , Uch -ed l Tiraj exemplare Ed Ordin nr Nr Pret I str k Editura "Radio și comunicare" Moscova Oficiul poștal Căsuța poștală Imprimeria Moscova nr Soyuzpoligrafprom în subordinea Comitetului de stat al URSS pentru editare, tipar și comerț cu cărți I Moscova, G str Pereyaslavskaya https://neculaifantanaru com/en/leadership-and-attitude html